Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu.

- Tên Dự toán: “Mua sắm vật tư, hàng hóa thực hiện nhiệm vụ thuộc DA324-VT năm 2023-2024 tại Nhà máy A45”.

- Tên Chủ đầu tư: Nhà máy A45/Quân chủng PK-KQ.
- Tên gói thầu: “Mua sắm vật tư linh kiện điện tử”.

- Tóm tắt công việc chính của gói thầu: “Mua sắm 396 danh mục vật tư linh kiện điện tử”.
- Giá gói thầu: 8.927.369.000 đồng (Bằng chữ: Tám tỷ, chín trăm hai mươi bảy triệu, ba trăm sáu mươi chín nghìn đồng).
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 30 ngày.
- Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: Quý I, năm 2026.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày.


- Tuỳ chọn mua thêm: Không áp dụng.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật


Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây:

	Số TT
	Tên hàng hóa
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	1
	Bán dẫn  C1815
	Transistor lưỡng cực NPN epitaxial planar silic dùng chung, điện áp collector-emitter 50V (collector-base 60V), dòng collector 150mA (xung 500mA), hệ số khuếch đại hFE 70-700 tùy phân loại (O:70-140, Y:120-240, GR:200-400, BL:350-700), công suất tiêu tán 200mW, vỏ TO-92 hoặc SOT-23, nhiệt độ -55 đến +150 độ C

	2
	Bán dẫn 2N5551
	Điên áp cực đại:  VCBO = 160V; VCEO = 180V; VEBO = 6V; Dòng điện cực đại: IC =  600mA
Nhiệt độ làm việc: -55oC ~ 150oC

	3
	Bán dẫn 2SA1015
	 Uce = -50V, dòng điện giới hạn của transistor  2SA1015 Ic = -150mA.  Hệ số khuếch đại hFE của transistor 2SA1015 trong khoảng 70 đến 400. Transistor 2SA1015 có thể hoạt động ở dải nhiệt độ từ -55oC ~ 125oC. 

	4
	Bán dẫn 2T203A
	Transistor loại P-N-P
Điện áp Uкбоmax =  45V
Dòng điện Ikmax = 150mA
Tần số giới hạn lớn hơn 5Hz
Nhiệt độ làm việc trong khoảng (-60 đến +125)℃.

	5
	Bán dẫn 2T830Г
	Cấu trúc: pnp; 
UCEmax: 100V; 
UEBmax: 5V; 
ICEmax: 2A; 
Công suất tối đa: 5W; 
Hệ số Кhuếch đại: >20; 
Nhiệt độ làm việc: (-60÷ 125)°C 

	6
	Bán dẫn 2T831Г
	Cấu trúc: npn; 
UCEmax: 100V; 
UEBmax: 5V;
ICEmax: 2A; 
Công suất tối đa: 5W; 
Hệ số khuếch đại: >20; 
Nhiệt độ làm việc: (-60÷ 125)°C 

	7
	Bán dẫn 2Т208A
	Bán dẫn 2T208A: • Cấu trúc bóng bán dẫn: p-n-p • Rk max - Tản công suất thu không đổi: 200 mW; • fgr - Giới hạn tần số của tỷ lệ truyền dòng bóng bán dẫn cho mạch có bộ phát chung: không nhỏ hơn 5 MHz; • Ukbo max - Điện áp cơ sở thu tối đa cho dòng điện ngược của bộ thu và mạch phát hở: 20 V; • Uebo max - Điện áp cơ sở phát tối đa cho dòng điện ngược của bộ phát và hở mạch của bộ thu: 20  V; • Ik max - Dòng điện một chiều tối đa cho phép của bộ thu: 150 mA; • ICBO - Dòng điện ngược của bộ thu - dòng điện qua điểm nối của bộ thu ở điện áp ngược nhất định của đế thu và đầu cuối bộ phát hở: không quá 1 μA (20V); • h21e - Hệ số truyền dòng bóng bán dẫn tĩnh ở chế độ tín hiệu nhỏ cho các mạch phát chung: 20... 60; • Sc - Công suất tiếp giáp của bộ thu: không quá 35 pF • Rke nus - Điện trở bão hòa giữa bộ thu và bộ phát: 1,3 Ohm. 

	8
	Bán dẫn 2Т3117A
	Bán dẫn 2T3117A: - Рк max = 300mW; Uкбо max= 60V; Uэбо max = 4V; - Iк max = 400mA; Iк и max = 2000mA - Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60° C ... + 125° C; - Thời gian hoạt động: 25000h

	9
	Bán dẫn 2Т313Б
	Bán dẫn transistor NPN, có hệ số truyền dòng tĩnh của bóng bán dẫn lưỡng cực khi:
РкmAx: 225mW; 
Ukbo max: 30V; 
Uebo max: 4V; 
Ik max: 30mA; 
Hệ số khuếch đại: 25÷100; 
Nhiệt độ làm việc: (-60÷ +125)°C

	10
	Bán dẫn 2Т630А
	Bán dẫn transistor NPN, có hệ số truyền dòng tĩnh của bóng bán dẫn lưỡng cực khi Uce=10V, Ic=150mA là 40÷120, tần số cắt của hệ số truyền dòng điện khi Uce=10V, Ie=60mA là ≥ 50MHz, điện áp cắt khi Ie=100mA, tи=300µs, Q=200 là ≥ 90V, điện áp bão hòa giữa cực C và E khi Ic=150mA, Ib=15mA là ≤ 0,3V, điện áp bão hòa giữa cực E và B khi Ic=150mA, Ib=15mA là ≤ 1,1V, thời gian mở khi Ic=200mA, Ib=40mA là 0,04÷0,25µs, thời gian tắt khi Ic=200mA, Ib=40mA là 0,08÷0,5µs, điện dung của cực C khi Ucb=10V là ≤15pF, điện dung của cực E khi Ucb=0,5V là ≤ 65pF, dòng điện ngược cực C khi Ucb=90V là ≤ 1µA, dòng điện ngược cực E khi Ueb=5V là ≤ 0,1µA, nhiệt độ môi trường hoạt động là -60℃÷125℃, 

	11
	Bán dẫn BSS123LT1G
	Bán dẫn hiệu ứng trường tín hiệu nhỏ MOSFET N-CH 100V 0.17A 3-Pin SOT-23 T. Mạch tích hơp IC chíp BSS123LT1G. Công Suất-Max: 0.225 W
Điện Áp-Đánh Giá: 100 V
Đánh Giá Hiện Tại (Amps):170 mA
VGS (Max): ± 20V
Điện Áp Đầu Ra:100 V

	12
	Bán dẫn IRF640
	Điện áp cực tiêu tán: 200 V
Điện áp cửa xả: 200 V
Điện áp nguồn cổng: ±20 V
Dòng xả xung: 64 A
Tổng công suất tiêu tán: 136W
Nhiệt độ làm việc: (-55÷ 175)°C 

	13
	Biến thế 4.752.130
	Biến thế 3 pha với điện trở cuộn dây mỗi pha là 6,85kΩ, dùng cho các tải  16, 8 và 4Ω
Cuộn sơ cấp: cuốn tổng 560 vòng bằng dây ПЭB-2-0,355mm; cuốn thành 10 lớp, mỗi lớp 56 vòng;
Điện trở cuộn sơ cấp: 98Ω÷100Ω;
Cuộn thứ cấp: giữa chúng là 112 vòng dây chia 2 lớp,đầu ra từ 56 đến 79 vòng dùng cho tải 4 và 8Ω tương ứng, còn đầu ra 112 vòng cho tải 16Ω ; 
3 đầu ra sử dụng đồng thời;
điện trở cuộn thứ cấp 0,46÷0,54Ω
Hệ số hiệu dụng : 93%;

	14
	Biến thế hình xuyến TИM-250B
	Xung làm việc: (0,2 ÷ 100)µs; 
Biên độ xung: (30±3)V; 
Điện trở cách điện các cuộn dây ≥ 250MOм; 
Nhiệt độ làm việc: (-60 ÷ 105)°C

	15
	Biến trở CП5-16BB-1,5кОм±10%
	Điện trở có dải điện trở danh định đến 1,5кOм,
Сó sai lệch cho phép là 10%,
Nhiệt độ môi trường làm việc là -60℃÷125℃,
Công suất định mức là 0,25W,

	16
	Biến trở CП5-16BB-4,7кОм±10%
	Điện trở có dải điện trở danh định đến 4,7кOм,
Сó sai lệch cho phép là 10%,
Nhiệt độ môi trường làm việc là -60℃÷125℃,
Công suất định mức là 0,25W,

	17
	Biến trở CП5-2BA-10кОм±5%
	Giá trị điện trở: 3,3Oм÷10кOм; 
Sai số: 5%; 
Công suất: 1W; 
Điện áp lớn nhất: 100V; 
Nhiệt độ làm việc: (-60÷ +125)°C; 
Trọng lượng: 1,8g

	18
	Biến trở CП5-2BA-2,2кОм±10%
	Giá trị điện trở: 3,3Oм÷2,2кOм; 
Sai số: 10%; 
Công suất: 1W; 
Điện áp lớn nhất: 100V; 
Nhiệt độ làm việc: (-60÷ +125)°C; 
Trọng lượng: 1,8g

	19
	Biến trở CП5-2BA-4,7кОм±10%
	Giá trị điện trở: 3,3Oм÷4,7кOм; 
Sai số: 10%; 
Công suất: 1W; 
Điện áp lớn nhất: 100V; 
Nhiệt độ làm việc: (-60÷ +125)°C; 
Trọng lượng: 1,8g

	20
	Biến trở CП5-2BA-4,7кОм±5%
	Giá trị điện trở: 3,3Oм÷4,7кOм; 
Sai số: 5%; 
Công suất: 1W; 
Điện áp lớn nhất: 100V; 
Nhiệt độ làm việc: (-60÷ +125)°C; 
Trọng lượng: 1,8g

	21
	Biến trở CП5-3B-22кОм±10%
	Biến trở có dải điện trở danh định đến 22кОм,
Сó sai lệch cho phép là 10%,
Nhiệt độ môi trường làm việc là -60℃÷125℃,
Công suất định mức là 1W,

	22
	Bộ chuyển đổi DC/DC.VI -260-IU
	Điện áp nguồn nuôi: 200V 400Hz
Điệp áp ra ± 12V
Công suất tối đa 100W
Phạm vi nhiệt độ bảo quản: (-65÷150 )°C

	23
	Bộ chuyển đổi DC/DC.VI -J61-IУ
	Điện áp nguồn nuôi: 200V 400Hz
Điệp áp ra +5V
Công suất tối đa 50W
Phạm vi nhiệt độ bảo quản: (-65÷150 )°C

	24
	Bộ chuyển đổi nguồn  LT-1084
	Dòng điện đầu ra 3A, 5A hoặc 7,5A
Hoạt động xuống 1V Bỏ học
Điện áp bỏ học được đảm bảo ở nhiều mức hiện tại
Quy định dòng: 0,015%
Quy định tải: 0,1%
Kiểm tra chức năng giới hạn nhiệt 100%

	25
	Bộ chuyển đổi nguồn LT1086MK
	LT 1086 được thiết kế để cung cấp 1,5 A với hiệu suất cao hơn các thiết bị hiện có. Tất cả các mạch bên trong được thiết kế để hoạt động xuống mức chênh lệch đầu vào - đầu ra xuống 1 V và điện áp bỏ qua được xác định đầy đủ như một hàm của dòng tải. Điện áp 1,5 V ở dọng điện đầu ra tối đa, giảm dần ở dòng tải thấp hơn. Cần có tụ điện đầu ra 10-F trên các thiết bị mới này. Quy định dòng: 0,015%, Quy định tải: 0,1%.

	26
	Bộ chuyển đổi nguồn TPS 54616
	 Điện áp đầu vào: 300 V
Điện áp đầu ra: 12 V
Dải nhiệt độ hoạt động: -10° C đến 100 ° C
Công suất
Với mức điện áp  ≥ 5 V công suất là 25 W

	27
	Bộ chuyển đổi tương tự số AD9057
	 ADC 8-bit tốc độ cao sử dụng kiến trúc "Pipelined"; Tốc độ lấy mẫu 40/60/80 MSPS; 3V / 5V; Băng thông 120MHz; Tiêu thụ điện thấp (200mW);nhiệt độ hoạt động: -40°C đến +85°C

	28
	Bộ đệm tín hiệu ABT245
	Dải điện áp cung cấp Vcc và VccBias: (-0,5÷7 )V
Dải điện áp đầu vàoVI: (-0,5÷7 )V ; Dải điện áp áp dụng cho bất kỳ đầu ra nào ở trạng thái cao hoặc tắt nguồn, Điện áp nguồn nuôi + 3,3V ± 0.3 V    
Dòng điện áp vào bất kỳ đầu ra nào ở trạng thái thấp, Io: 128mA
Dòng kẹp đầu vào: -18mA
Dòng kẹp đầu ra: -50mA
Phạm vi nhiệt độ bảo quản: (-65÷150 )°C

	29
	Bộ đệm tín hiệu AC245
	Dải điện áp cung cấp Vcc và VccBias: (-0,5÷7 )V
Dải điện áp đầu vàoVI: (-0,5÷7 )V, Dải điện áp áp dụng cho bất kỳ đầu ra nào ở trạng thái cao hoặc tắt nguồn, Điện áp nguồn nuôi + 3,3V ± 0.3 V
Dòng điện áp vào bất kỳ đầu ra nào ở trạng thái thấp, Io: 128mA
Dòng kẹp đầu vào: -18mA
Dòng kẹp đầu ra: -50mA
Phạm vi nhiệt độ bảo quản: (-65÷150 )°C


Cho phép chuyển đổi mức 20 bit với đầu ra 10 bit

Điện áp cung cấp DC: (-0,5 ÷ +7)V

Dòng điện diode đầu vào DC: - 50mA

Điện áp đầu ra (-0,5÷5,5)V

Dòng điện đầu ra DC: 128mA

	Phạm vi nhiệt độ hoạt động: (-65÷150 )°C

	31
	Bộ đệm trình điều khiển thu phát ABT16373B
	Điện áp đầu vào (-0,5 ÷ +7)V
Dòng điện đầu vào (-30÷5)mA
Dòng rò rỉ đầu ra: 10mA
Dòng ngắn mạch đầu ra min -100mA, max 275 mA
Đầu ra dòng rò rỉ cao: 50mA
Nhiệt độ bảo quản (-65÷150 )°C
Nhiệt độ môi trường (-55÷125 )°C
Nhiệt độ mối nối dưới phân cực (-55÷150 )°C

	32
	Bộ đệm trình điều khiển thu phát ABTE16246
	Dải điện áp cung cấp Vcc và VccBias: (-0,5÷7 )V
Dải điện áp đầu vàoVI: (-0,5÷7 )V
Dải điện áp áp dụng cho bất kỳ đầu ra nào ở trạng thái cao hoặc tắt nguồn, Vo: (-0,5÷5,5 )V
Dòng điện áp vào bất kỳ đầu ra nào ở trạng thái thấp, Io: 128mA
Dòng kẹp đầu vào: -18mA
Dòng kẹp đầu ra: -50mA
Phạm vi nhiệt độ bảo quản: (-65÷150 )°C

	33
	Bộ đệm trình điều khiển thu phát ALVTH162244
	Dải điện áp cung cấp Vcc: (-0,5÷6,5 )V
Dải điện áp đầu vàoVI: (-0,5÷6,5 )V
Dải điện áp áp dụng cho bất kỳ đầu ra nào ở trạng thái trở kháng cao hoặc tắt nguồn, Vo: (-0,5÷6,5 )V
Dải điện áp áp dụng cho bất kỳ đầu ra nào ở trạng thái cao hoặc thấp (-0,5÷+0,5 )V
Dòng kẹp đầu vào: -50mA
Dòng điện đầu ra liên tục: -50mA
Phạm vi nhiệt độ hoạt động: (-65÷150 )°C

	34
	Bộ điều khiển bus ARINC 429 HI-8585
	Điện áp cung cấp: +5V
Tản nhiệt ở 25°C: 1.0W, tốc độ 10mW/oC
Phạm vi nhiệt độ: (-55÷125 )°C
Nhiệt độ bảo quản: (-65÷150 )°C

	35
	Bộ điều khiển DC-DC MAX1626
	Dải điện áp cung cấp Vcc: (-0,5÷4,6 )V
Dải điện áp đầu vào, VI: (-0,5÷4,6 )V
Dải điện áp đầu ra, Vo: (-0,5÷+0,5 )V
Dòng kẹp đầu vào IIK: -50mA
Dòng kẹp đầu ra IOK: ±50mA
Dòng ra liên tục, IO: ±50mA
Dòng điện liên tục qua mỗi Vcc hoặc GND: ± 100mA
Phạm vi nhiệt độ bảo quản: (-65÷150 )°C

	36
	Bộ khuếch đại Analog AD8042
	Băng thông 160MHz; Slew Rate 200V/µs; Nguồn 3V - 12V Dual (2 kênh); Rail-to-Rail I/O; Dòng ra 50mA; nhiệt độ hoạt động: -40°C đến +85°C

	37
	Bộ khuếch đại Analog AD813A
	Điện áp nguồn cung cấp cho bộ khuếch đại: +3V,
Điện áp nguồn cung cấp cho bộ khuếch đại: +5V hoặc -5V
Tần số hoạt động 14Mhz 
Công suất 0,6W
Phạm vi nhiệt độ hoạt động: (-65÷150 )°C

	38
	Bộ kiểm tra điện áp ADM708A
	Dải điện áp cung cấp Vcc: (0,3÷6 )V
Điện áp đầu vào khác: (-0,3÷ +0,3)V
Đầu ra kỹ thuật số hiện tại: 20mA
Tản nhiệt, trở kháng: 727mW
Phạm vi nhiệt độ hoạt động: (-40÷85)°C
Nhiệt độ chì: 300°C
Phạm vi nhiệt độ lưu trữ: (-65÷150)°C

	39
	Bộ lật giao diện 20-BUS ALB16245
	Dải điện áp cung cấp Vcc: (-0,5÷4,6 )V
Dải điện áp đầu vào, VI: (-0,5÷4,6 )V
Dải điện áp đầu ra, Vo: (-0,5÷+0,5 )V
Dòng kẹp đầu vào IIK: -50mA
Dòng kẹp đầu ra IOK: ±50mA
Dòng ra liên tục, IO: ±50mA
Dòng điện liên tục qua mỗi Vcc hoặc GND: ± 100mA
Phạm vi nhiệt độ bảo quản: (-65÷150 )°C

	40
	Bộ nhớ RAM 16Mb CY7C1069DV
	Điện áp cung cấp Vcc: (-0,5÷ +4,6 )V
Điện áp DC được áp dụng cho đầu ra ở trạng thái cao: (-0,5÷ +0,5)V
Điện áp đầu vào DC: (-0,5÷ +0,5)V
Dòng điện đầu ra thấp: 20mA
Điện áp phóng tĩnh lớn hơn 200mA
Nhiệt độ môi trường: (-55÷125 )°C
Phạm vi nhiệt độ bảo quản: (-65÷150 )°C

	41
	Bộ nhớ RAM 4Mb CY7C1049DV-33-10VXI
	Điện áp cung cấp Vcc: (-0,5÷ +4,6 )V
Điện áp DC được áp dụng cho đầu ra ở trạng thái cao: (-0,5÷ +0,5)V
Điện áp đầu vào DC: (-0,5÷ +0,5)V
Dòng điện đầu ra thấp: 20mA
Điện áp phóng tĩnh lớn hơn 200mA
Nhiệt độ môi trường: (-55÷125 )°C
Phạm vi nhiệt độ bảo quản: (-65÷150 )°C

	42
	Bộ nhớ RAM 4Mb CУ7В991-7JXC
	Điện áp cung cấp Vcc: (-0,5÷ +4,6 )V
Điện áp DC được áp dụng cho đầu ra ở trạng thái cao: (-0,5÷ +0,5)V
Điện áp đầu vào DC: (-0,5÷ +0,5)V
Dòng điện đầu ra thấp: 20mA
Điện áp phóng tĩnh lớn hơn 200mA
Nhiệt độ môi trường: (-55÷125 )°C
Phạm vi nhiệt độ bảo quản: (-65÷150 )°C

	43
	Bộ phát tín hiệu giao tiếp  Z85230/L
	Dải điện áp cung cấp Vcc: (-0,3÷7)V
Điện áp cao đầu vào: Vcc min 2,2 V, max +0,3 V
Điện áp thấp đầu vào: min -0,3 V, max 0,8 V
Điện áp cao đầu ra: 2,4 V
Điện áp đầu ra thấp: 0,4 V
Dòng rò rỉ đầu vào: ±10μA
Dòng rò rỉ đầu ra: ±10μA
Phạm vi nhiệt độ hoạt động: (-65÷150 )°C

	44
	Bộ phát tín hiệu giao tiếp MAX.232 MJE
	Maxim tích hợp trình điều khiển / bộ thu RS-232 đa kênh MAX232 là thiết bị được cấp nguồn 5V dành cho tất cả các giao diện truyền thông EIA / TIA-232E và V.28 / V.24, đặc biệt khi không có sẵn ± 12V. Các trình điều khiển / bộ thu này sử dụng bốn tụ điện bên ngoài 1µF và có tốc độ dữ liệu 120kbps. MAX232A có tụ điện bên ngoài 0,1µF và tốc độ dữ liệu 200 kbps. MAX232E với bảo vệ ± 15kV ESD được thiết kế cho truyền thông RS-232 và V.28 trong môi trường khắc nghiệt. Trình điều khiển / bộ thu RS-232 đa kênh MAX232 của Maxim Integrated cũng có chế độ tắt năng lượng thấp giúp giảm tiêu hao điện năng xuống dưới 5µW. Các ứng dụng điển hình bao gồm máy tính di động, modem công suất thấp, dịch giao diện, hệ thống RS-232 chạy bằng pin và mạng RS-232 đa điểm.

	45
	Bộ phát tín hiệu giao tiếp MAX3243EWI
	Dải điện áp cung cấp Vcc: (-0,3÷7)V
Điện áp cao đầu vào: Vcc min 2,2 V, max +0,3 V
Điện áp thấp đầu vào: min -0,3 V, max 0,8 V
Điện áp cao đầu ra: 2,4 V
Điện áp đầu ra thấp: 0,4 V
Dòng rò rỉ đầu vào: ±10μA
Dòng rò rỉ đầu ra: ±10μA
Phạm vi nhiệt độ hoạt động: (-65÷150 )°C

	46
	Bộ so sánh điện áp CMP402
	Dải điện áp cung cấp Vcc: ± 5V
Đỗ trễ lan truyền: 23ns hoặc 65ns
Dòng điện Max: 0,1A
Phạm vi nhiệt độ hoạt động: (-40÷125 )°C

	47
	Bộ thu giao diện bus ARINC 429 HI-8588
	Điện áp cung cấp: +5V
Tản nhiệt ở 25°C: 1.0W, tốc độ 10mW/oC
Phạm vi nhiệt độ: (-55÷125 )°C
Nhiệt độ bảo quản: (-65÷150 )°C

	48
	Bộ thu phát ADM1485
	Bộ thu phát tốc độ cao, có khả năng đạt tới 30 Mbps; Nguồn 5V; Hỗ trợ tối đa 32 nút;  Chuẩn RS-485/RS-422; Tiêu thụ điện thấp; Chống ESD; nhiệt độ hoạt động: -40°C đến +85°C

	49
	Bộ thu phát tín hiệu giao tiếp ngoại vi MAX211
	Dải điện áp cung cấp Vcc: (-0,3÷7)V
Điện áp cao đầu vào: Vcc min 2,2 V, max +0,3 V
Điện áp thấp đầu vào: min -0,3 V, max 0,8 V
Điện áp cao đầu ra: 2,4 V
Điện áp đầu ra thấp: 0,4 V
Dòng rò rỉ đầu vào: ±10μA
Dòng rò rỉ đầu ra: ±10μA
Phạm vi nhiệt độ hoạt động: (-65÷150 )°C

	50
	Cầu chì 5А
	Dòng chịu tải 5A. Điện áp 250V. Kích thước 6x30mm

	51
	Cuộn cảm EPCOS 7µH/6A
	Điện cảm: 7 μH
Dòng điện một chiều tối đa: 6A
Kháng DC tối đa: 20MОм
Sức chịu đựng: ± 20%
Tần số cộng hưởng tự tối đa: 180MHz
Nhiệt độ môi trường hoạt động: (-55 ÷125 )° C

	52
	Cuộn chặn 1329AC
	Cuộn chặn cao tần (RF Choke)1.0 µH đến 10 mH (Tùy mã); Dòng cao; $R_{DC}$ thấpChống nhiễu EMI/RFI; Vỏ bọc nhựa/epoxy; -40°C đến +105°C

	53
	Cuộn chặn AM 0,2-30
	Độ tự cảm: (60±0,6)мкГн; 
Dòng điện lớn nhất: 0,5A; 
Nhiệt độ làm việc: (-60÷ +85)°C

	54
	Cuộn chặn DR104-5R2-R
	Điện cảm: 5,2 µH
Sức chịu đựng: ± 30%
Điện trở DC (DCR) tối đa: 17MОм
Tần số điện cảm - Kiểm tra: 100 kHz
Nhiệt độ hoạt động: -40 ° C ~ 125 ° C

	55
	Cuộn chặn LO805-4,7mH±10%
	Điện cảm: 4,7 μH
Dòng điện một chiều tối đa: 5A
Kháng DC tối đa: 20MОм
Sai số cho phép là: ± 20%
Tần số cộng hưởng tự tối đa: 180MHz
Nhiệt độ môi trường hoạt động: (-55 ÷125 )° C

	56
	Cuộn chặn ДМ 1,2-30
	- Điện cảm từ 100mH±1%
- Dòng điện làm việc: 0,1-3A
- Tần số hoạt động: 35MHz
- Nhiệt độ làm việc trong khoảng (-60 đến +85)℃.

	57
	Cuộn chặn ДМ-0,1-500
	- Điện cảm từ 500mH
- Dòng điện làm việc: 0,1-3A
- Tần số hoạt động: 35MHz
- Nhiệt độ làm việc trong khoảng (-60 đến +85)℃.

	58
	Cuộn chặn ДМ-1,2-30
	Cuộn chặn có độ tự cảm là 30µH
dòng điện tối thiểu là 1,2A
Sai số cho phép là 5%, 
nhiệt độ môi trường làm việc là -60℃÷85℃
Độ ẩm không khí tương đối ở nhiệt độ 40℃ đến 98%,


Tần số phát 25Mhz

Kiểu chân gắn bề mặt

Điện dung tải 4pF

Số chân 4

Dài 3,2mm, rộng 2,5mm, cao 0,7mm

	Nhiệt độ môi trường làm việc là -20℃÷70℃,

	60
	Dao động Thạch anh 10MHz 3225
	Tần số ngõ ra: 10MHz, 8 Pf, 3225, TOL +/- 20
Độ ổn định tần số STAB: +/- 30 ppm
Kiểu chân dán SMD
Nhiệt độ làm việc: (-40÷ +85)°C

	61
	Dao động Thạch anh 14.7456MHz HC-49s-J1H20
	Tần số danh nghĩa: 14.7456Mhz
Độ ổn định tần số STAB: +/- 30 ppm
Nhiệt độ hoạt động: (-40÷ +85)°C
Phạm vi lưu trữ nhiệt độ: (-55÷ +125)°C

	62
	Dao động Thạch anh 16MHz HC-49s
	Tinh thể: 16MHz 
Dung sai tần số: 20pF
Nhiệt độ làm việc: (0÷ +70)°C

	63
	Dao động thạch anh 24M
	Tần số dao động 24 Mhz
Kiểu chân: dán
Điện dung 10 pF
Đóng gói SMT
Số chân 4
Dài 3,2mm rộng 2,5mm cao 0,7mm
Điện trở nối tiếp 20 Ω
Nhiệt độ môi trường làm việc là -20℃÷70℃,

	64
	Dao động Thạch anh 25Mhz 3225
	Tần số ngõ ra: 25 MHz, 3225, TOL +/- 20
Độ ổn định tần số STAB: ±50 ppm
Kiểu chân dán SMD
Điện áp cấp Max: 3.3 V
Nhiệt độ làm việc: (-40÷ +85)°C

	65
	Dao động thạch anh 5MHz AE1C1C1C1N1A
	Tần số ngõ ra: 10MHz, 8 Pf, 3225, TOL +/- 20
Độ ổn định tần số STAB: +/- 30 ppm
Kiểu chân dán SMD
Nhiệt độ làm việc: (-40÷ +85)°C

	66
	Dao động thạch anh AE1C2C 1Л/1.30.000.ЛЛH2
	Tần số dao động 25 Mhz
Kiểu chân: dán
Điện dung 8 pF
Đóng gói SMT
Số chân 4
Dài 3,2mm rộng 2,5mm cao 0,7mm
Điện trở nối tiếp 20 Ω
Nhiệt độ môi trường làm việc là -20℃÷70℃,

	67
	Dao động thạch anh chuẩn 1.0 ИН-132АС
	Tần số phát 25Mhz
Kiểu chân gắn bề mặt
Điện dung tải 8pF
Số chân 4
Dài 3,2mm, rộng 2,5mm, cao 0,7mm
Nhiệt độ môi trường làm việc là -20℃÷70℃,

	68
	Dao động thạch anh chuẩn 16.000
	Tần số phát 16000Hz
Kiểu chân gắn bề mặt
Điện dung tải 8pF
Số chân 4
Dài 3,2mm, rộng 2,5mm, cao 0,7mm
Nhiệt độ môi trường làm việc là -20℃÷70℃,

	69
	Dao động thạch anh K034G
	Tần số: 32.768 kHz (Phổ biến); Sai số ±20ppm; $C_{L}$ = 12.5pFVỏ gốm SMD; Siêu nhỏ (3.2x1.5mm); Tiêu thụ điện cực thấp; -40°C đến +85°C

	70
	Đầu cắm 241-HARTING-A-1037-02-02-1602201
	Đầu nối DIN 41612 (Eurocard)16 chân (Pins); 2A mỗi chân; Áp 250VTiếp điểm mạ vàng; Loại C/2 (Half size); Chống rung; -55°C đến +125°C

	71
	Đầu cắm 398-HARTING-A-1020-09-03-2966850
	Số lượng chân cắm 398
Kiểu chân cắm cái
đường kính chân cắm 1.27mm
Nhiệt độ tối đa 70 ° C

	72
	Đầu cắm CHП34-135P-B
	Điện áp lớn nhất: 150V; 
Điện trở cách điện các chân cắm: 1000MOм; 
Điện trở tiếp xúc: ≤ 0,015Oм; 
Dòng tối đa mỗi tiếp điểm: 2A; 
Nhiệt độ làm việc: (-60 ÷ 100)°C 

	73
	Đầu cắm CHП34C-135B-B
	Điện áp lớn nhất: 150V; 
Điện trở cách điện các chân cắm: 1000MOм; 
Điện trở tiếp xúc: ≤ 0,015Oм; 
Dòng tối đa mỗi tiếp điểm: 2A; 
Nhiệt độ làm việc: (-60 ÷ 100)°C 

	74
	Đầu cắm CHП34C-135P-B
	Điện áp lớn nhất: 150V; 
Điện trở cách điện các chân cắm: 1000MOм; 
Điện trở tiếp xúc: ≤ 0,015Oм; 
Dòng tối đa mỗi tiếp điểm: 2A; 
Nhiệt độ làm việc: (-60 ÷ 100)°C 

	75
	Đầu cắm CHП356
	Điện áp lớn nhất: 150V; 
Điện trở cách điện các chân cắm: 1000MOм; 
Điện trở tiếp xúc: ≤ 0,015Oм; 
Dòng tối đa mỗi tiếp điểm: 2A; 
Nhiệt độ làm việc: (-60 ÷ 100)°C 

	76
	Đầu cắm JTAG-DC-10P
	Số lượng chân cắm 10
Kiểu chân cắm đực
đường kính chân cắm 2.0mm
Nhiệt độ tối đa 70 ° C

	77
	Đầu cắm JTAG-DC-20P
	Số lượng chân cắm 20
Kiểu chân cắm đực
đường kính chân cắm 2.0mm
Nhiệt độ tối đa 70 ° C

	78
	Đầu cắm OHП-8-21P29-4B
	Tổng số chân cắm 21
Điện trở cách điện lớn hơn 10MΩ
Dòng điện max 1A
Tổng dòng điện max 21A
Điện áp max 250V
Điện dung giữa các chân cắm nhỏ hơn 2pF
Thời hạn sử dụng 20 năm

	79
	Đầu cắm PПKM3-67/67Ш1
	Điện áp lớn nhất: 1000V; 
Điện trở cách điện các chân cắm: ≥1000MOм; 
Điện trở tiếp xúc: ≤ 0,015Oм; 
Dòng tối đa mỗi tiếp điểm: 7A; 
Nhiệt độ làm việc: (-60 ÷ 100)°C 

	80
	Đầu cắm PПММ1-8Ш1-2-В
	Điện áp lớn nhất: 200V; 
Điện trở cách điện các chân cắm: ≥10000MOм; 
Điện trở tiếp xúc: ≤ 0,005Oм; 
Dòng tối đa mỗi tiếp điểm: 3A; 
Nhiệt độ làm việc: (-60 ÷ 100)°C

	81
	Đầu cắm СНЦ23-32/27В
	Điện áp tối đa 700V, dòng điện tối đa 35A, làm việc cả điện áp DC và AC (tần số lớn nhất 3 MHz), Số chân cắm 32,  điện trở tiếp xúc ≤ 0,0016 Ом, điện trở cách điện ≥ 5000MОм, nhiệt độ làm việc -60÷155°C

	82
	Đầu cắm СНЦ23-55/27В
	Tổng cộng 7 chân tiếp điểm; Kích thước vỏ (Shell size) 18; Tiếp điểm mạ vàng (Gold plated); Dòng điện định mức 3A/chân; Khóa khớp kiểu Bayonet (xoay chốt nhanh); Vỏ hợp kim nhôm chịu lực; Kiểu chân hàn (Solder); Điện áp hoạt động tối đa 700V (AC/DC); Nhiệt độ vận hành -60°C đến +200°C; Khả năng chống nhiễu điện từ (EMI) tốt.

	83
	Đầu cắm СНЦ23-55/33В
	Điện áp tối đa 700V, dòng điện tối đa 35A, làm việc cả điện áp DC và AC (tần số lớn nhất 3 MHz), Số chân cắm 55,  điện trở tiếp xúc ≤ 0,0016 Ом, điện trở cách điện ≥ 5000MОм, nhiệt độ làm việc -60÷155°C

	84
	Đầu cắm СНЦ23-55/33Р
	Điện áp tối đa 700V, dòng điện tối đa 35A, làm việc cả điện áp DC và AC (tần số lớn nhất 3 MHz), Số chân cắm 55,  điện trở tiếp xúc ≤ 0,0016 Ом, điện trở cách điện ≥ 5000MОм, nhiệt độ làm việc -60÷155°C

	85
	Đầu cắm СНЦ23-7/18В
	Điện trở cách điện trong điều kiện khí hậu bình thường, không nhỏ hơn: 5000 MОм
Điện áp hoạt động tối đa: 700V
Rung hình sin, dải tần: (1÷5000) Hz
Rung động hình sin, gia tốc: 400 (40) m / s2 (g)
Tăng độ ẩm tương đối ở nhiệt độ +35 ° С: 100%
Nhiệt độ môi trường hoạt động: (-60 ÷+200 )° C

	86
	Đầu cắm СР-75-278Ф8
	Đầu nối đồng trục RF (BNC Type)75 Ohm; Tần số lên đến 3 GHz; ThẳngChuẩn quân sự; Mạ bạc/Niken; Chống nhiễu cực cao; -60°C đến +155°C

	87
	Đi ốt 1N4148
	Diode silic chuyển mạch tốc độ cao epitaxial planar, điện áp ngược 75V (đỉnh 100V), dòng thuận trung bình 150mA (xung 500mA), điện áp thuận 1V ở 10mA, dòng rò 25nA ở 20V, thời gian phục hồi ngược 4ns, điện dung 4pF, vỏ DO-35 thủy tinh khối lượng 0,13g, nhiệt độ -65 đến +175 độ C

	88
	Đi ốt 1N4735A
	Loại diode chuyển mạch nhanh silicon epitaxial
Điện áp ngược lặp lại tối đa là: 100 V
Dòng chỉnh lưu trung bình tối đa là: 15A hoặc 150mA
Công suất tiêu tán tối đa là: 5W
Điện áp ngược là: 75V
Nhiệt độ lưu trữ và hoạt động phải là: -65 đến +175 độ C

	89
	Đi ốt 1N4736
	Điện áp Zener là: 6,2 V
Dung sai điện áp: 5%
Công suất tiêu tán tối đa là: 1W
Trở kháng: 14 Ω
Nhiệt độ lưu trữ và hoạt động phải là: -65 đến +175 độ C

	90
	Đi ốt 2C130Д
	Ổn định điện áp lan truyền là 5÷11V tại I = 5mA,
 hệ số nhiệt độ ổn định điện áp của diode zener là 0,1%/℃, 
điện trở vi sai của diode zener là 25Ω, 
dòng điện ổn định của diode zener là 1÷79mA,
 công suất tiêu tán của diode zener là 1W, 
nhiệt độ môi trường hoạt động là -60℃÷125℃, 

	91
	Đi ốt 2Д203A
	Các đặc tính kỹ thuật chính của diode 2Д203А: UoBP tối đa - Điện áp ngược không đổi tối đa: 420 V; Inp max - Dòng điện một chiều tối đa: 10 A; fd - Tần số hoạt động của diode: 1 kHz; Unp - Điện áp một chiều không đổi: không quá 1 V ở Inp 10 A; IoBP - dòng ngược một chiều: không quá 1500 μA ở Uopp 600 V.

	92
	Đi ốt 2Д212A
	Các đặc tính kỹ thuật chính của diode 2Д212A: • UoBP tối đa - Điện áp ngược không đổi tối đa: 200 V; • Inp max - Dòng điện một chiều tối đa: 1 A; • fd - Tần số hoạt động của diode: 100 kHz; • Unp - Điện áp trực tiếp không  đổi: không quá 1 V ở Inp 1 A; • IoBP - Dòng điện ngược một chiều: không quá 50 μA ở Uopp 200 V; • TBOC OBR - Thời gian phục hồi ngược: 0,3 μs; • SD - Tổng điện dung: 45 pF ở Uobp 100 V

	93
	Đi ốt 2Д213A
	Điện áp phản hồi tối đa là 200V, 
Điện áp ngược một chiều lớn nhất là 200V, 
Dòng điện trực tiếp tối đa là 10A, dòng trực tiếp xung tối đa là 100A, 
Chêch lệch điện áp một chiều qua đi ốt với dòng điện thuận qua nó là 0,1V/A, 
Chêch lệch tổng điện dung của đi ốt và điện áp trên đi ốt là 5,5pF/V, 
Dòng điện ngược của đi ốt so với điện áp ngược cực đại là 0,02, 
Tần số hoạt động lớn nhất của đi ốt là 100kHz, 
Nhiệt độ môi trường hoạt động là -60℃÷100℃,


Điện áp không đổi đi ốt thuận khi dòng điện thuận = 50mA: 0,78÷1V, 

Điện áp trung bình diodie thuận khi Iпр, и=2А, Iпр, ср=30mA, tи = 10µs :  ≤ 2V, 

Xung điện áp thuận khi Iпр, и=2А, Iпр, ср=30mA, tи = 10µs: ≤ 5V, 

Điện áp đánh thủng đi ốt là ≥ 100V, 

Dòng điện không đổi của đi ốt ngược khi điện áp ngược là 75V: ≤ 2µA, 

Thời gian phục hồi đi ốt ngược: ≤ 4ns, 

Thời gian phục hồi đi ốt thuận: ≤ 1µs, 

Đđiện dung của đi ốt khi điện áp ngược =0V : ≤ 4ns,  

	Nhiệt độ môi trường hoạt động : -55℃÷125℃,

	95
	Đi ốt 2ДC273БC
	Cụm diode silic hai diode chỉnh lưu rào Schottky kỹ thuật epitaxial-planar, hai diode chung katốt, vỏ kim loại nhựa chân cứng, kiểu vỏ КТ-28-2, hạng chất lượng ВП
Điện áp ngược tối đa 50V, dòng thuận trung bình tối đa 20A, điện áp thuận 0,8V khi dòng 20A, dòng ngược 0,1mA, tần số tối đa 200kHz, điện dung 500pF
Dùng nguồn xung, bộ chuyển đổi điện áp và khối thiết bị chuyên dụng, nhiệt độ làm việc -60 độ C đến +125 độ C, khối lượng nhẹ, độ tin cậy cao

	96
	Đi ốt BZX55C5V1
	Điện áp Zener là: 6,8 V
Dung sai điện áp: 5%
Công suất tiêu tán tối đa là: 1W
Trở kháng: 14 Ω
Nhiệt độ lưu trữ và hoạt động phải là: -65 đến +175 độ C

	97
	Đi ốt phát quang smd 1206
	Kích thước 1.5 x 1.0 x 0.5mm
Dòng điện thuận 5 - 20 mA
Điện áp thuận 2,1 - 2,9 V
Dòng ngược 10 µA
Điện áp ngược 5V
Nhiệt độ làm việc  60℃÷100℃,

	98
	Đi ốt RS201 
	Điện áp Zener là: 5,1 V
Dung sai điện áp: 5%
Công suất tiêu tán tối đa là: 0,5W
Trở kháng: 15 Ω
Nhiệt độ lưu trữ và hoạt động phải là: -65 đến +175 độ C

	99
	Đi ốt Д818Е
	Điện áp ổn định qua diode: (8,55÷9,45) V; 
Dòng điện IZMAX: 33mA; 
Dòng điện IZMIN: 3mA; 
Công suất tối đa tiêu tán: 0,3W; 
Nhiệt độ làm việc: (-60 ÷ 125)°C 

	100
	Đi ốt КС115А
	Điện áp ổn định định mức: 1,45 V
Dòng ổn định đi-ốt Zener: 3 mA
Dòng ổn định tối đa cho phép của diode zener là 3 mA
Tản điện trực tiếp 0,23W
Phạm vi nhiệt độ làm việc -60...+125 ℃

	101
	Điện trở 0805-560R ±5%
	Điện trở dán 0805 5% 560Ω là loại điện trở có giá trị cố định với dung sai 5% và chất lượng cao, được đóng gói theo chuẩn 0805 có kích thước nhỏ chỉ 2x1.25 mm. Nhiệt độ hoạt động từ -55 ͦ C đến 155 ͦ C và dải điện áp rộng  thích hợp với nhiều mạch điện tử cần độ chính xác, hoạt động ổn định, bền với thời gian.

	102
	Điện trở 1206 0,25W820R±5%
	Điện trở màng dày SMD gắn bề mặt, giá trị 820 ôm, dung sai ±5%, công suất 0,25W (1/4W), kích thước 1206 (3,2mm x 1,6mm x 0,55mm), hệ số nhiệt độ TCR ±200 ppm/°C, điện áp tối đa 200V, nhiệt độ -55 đến +155 độ C

	103
	Điện trở 2512-150Ω 1W±5%
	Điện trở chính xác có giá trị là 150Ω,
Công suất định mức 1W, 
Sai số cho phép là 5%, 
Độ ẩm không khí tương đối ở nhiệt độ 35℃đến 98%, 
Nhiệt độ môi trường làm việc là -60℃÷155℃,

	104
	Điện trở 2512-1kΩ±5%
	Điện trở chính xác có giá trị là 1kΩ,
Công suất định mức 1W, 
Sai số cho phép là 5%, 
Độ ẩm không khí tương đối ở nhiệt độ 35℃đến 98%, 
Nhiệt độ môi trường làm việc là -60℃÷155℃,

	105
	Điện trở 2512-1W-0,015R±5%
	Điện trở chính xác có giá trị là 0,015Oм, 
Sai số điện trở: 5%
Công suất định mức 1W
Độ ẩm không khí tương đối ở nhiệt độ 35℃ đến 98%, 
Nhiệt độ môi trường làm việc là -60℃÷70℃,

	106
	Điện trở 2512-1W-390 Om±5%
	 Điện trở dán 2512 5% 390Ω là loại điện trở có giá trị cố định với dung sai 5% và chất lượng cao, được đóng gói theo chuẩn 2512 có kích thước nhỏ chỉ 3x1.25 mm. Nhiệt độ hoạt động từ -55 ͦ C đến 155 ͦ C và dải điện áp rộng  thích hợp với nhiều mạch điện tử cần độ chính xác, hoạt động ổn định, bền với thời gian.

	107
	Điện trở 2512-330Ω 1W±5%
	Điện trở chính xác có giá trị là 330Ω,
Công suất định mức 1W, 
Sai số cho phép là 5%, 
Độ ẩm không khí tương đối ở nhiệt độ 35℃đến 98%, 
Nhiệt độ môi trường làm việc là -60℃÷155℃,

	108
	Điện trở 2512-331Ω 1W±5%
	Điện trở chính xác có giá trị là 331Ω,
Công suất định mức 1W, 
Sai số cho phép là 5%, 
Độ ẩm không khí tương đối ở nhiệt độ 35℃đến 98%, 
Nhiệt độ môi trường làm việc là -60℃÷155℃,

	109
	Điện trở 2512-472Ω 1W±5%
	Điện trở chính xác có giá trị là 472Ω,
Công suất định mức 1W, 
Sai số cho phép là 5%, 
Độ ẩm không khí tương đối ở nhiệt độ 35℃đến 98%, 
Nhiệt độ môi trường làm việc là -60℃÷155℃,

	110
	Điện trở 2512-511Ω 1W±5%
	Điện trở chính xác có giá trị là 511Ω,
Công suất định mức 1W, 
Sai số cho phép là 5%, 
Độ ẩm không khí tương đối ở nhiệt độ 35℃đến 98%, 
Nhiệt độ môi trường làm việc là -60℃÷155℃,

	111
	Điện trở A-121R-DB±5%
	Giá trị điện trở 121Ω
công suất 0,25W
Sai số cho phép 5%
Nhiệt độ hoạt động: -55oC – 155oC
Linh kiện xuyên lỗ: 0.5mm
Loại: Điện trở cố định

	112
	Điện trở A-1kΩ -JAE±5%
	Giá trị điện trở 1kΩ
công suất 0,25W
Sai số cho phép 5%
Nhiệt độ hoạt động: -55oC – 155oC
Linh kiện xuyên lỗ: 0.5mm
Loại: Điện trở cố định

	113
	Điện trở A-360Ω-JB±5%
	Điện trở chính xác có giá trị là 360Ω,
Sai số cho phép là 5%, 
Độ ẩm không khí tương đối ở nhiệt độ 35℃đến 98%, 
Nhiệt độ môi trường làm việc là -60℃÷155℃,

	114
	Điện trở A-47kΩ -JAE±5%
	Giá trị điện trở 47kΩ
công suất 0,25W
Sai số cho phép 5%
Nhiệt độ hoạt động: -55oC – 155oC
Linh kiện xuyên lỗ: 0.5mm
Loại: Điện trở cố định

	115
	Điện trở A-47kΩ-JAE±5%
	Giá trị điện trở 47kΩ
công suất 0,25W
Sai số cho phép 5%
Nhiệt độ hoạt động: -55oC – 155oC
Linh kiện xuyên lỗ: 0.5mm
Loại: Điện trở cố định

	116
	Điện trở bảo vệ SA-0-0±5%
	Điện trở có giá trị là: (0÷1)Oм, 
Điện áp định mức là: (0,5÷0,7)V, 
Công suất định mức 0,25W, 
Độ ẩm không khí tương đối ở nhiệt độ 35℃ đến 98%, 
Nhiệt độ môi trường làm việc là -60℃÷70℃,

	117
	Điện trở C2-33H-0,125-100Oм±5%
	Điện trở chính xác có giá trị là 100Ом
Điện áp định mức là 200V, 
Công suất định mức 0,125W, 
Sai số cho phép là 5%, 
Độ ẩm không khí tương đối ở nhiệt độ 35℃ đến 98%, 
Nhiệt độ môi trường làm việc là -60℃÷70℃,

	118
	Điện trở C2-33H-0,125-1кOм±5%
	Điện trở chính xác có giá trị là 1кOм
Điện áp định mức là 200V, 
Công suất định mức 0,125W, 
Sai số cho phép là 5%, 
Độ ẩm không khí tương đối ở nhiệt độ 35℃ đến 98%, 
Nhiệt độ môi trường làm việc là -60℃÷70℃,

	119
	Điện trở C2-33H-0,125-2,6кOм±5%
	Điện trở chính xác có giá trị là 2,6кOм
Điện áp định mức là 200V, 
Công suất định mức 0,125W, 
Sai số cho phép là 5%, 
Độ ẩm không khí tương đối ở nhiệt độ 35℃ đến 98%, 
Nhiệt độ môi trường làm việc là -60℃÷70℃,

	120
	Điện trở C2-33H-0,125-20Oм±5%
	Điện trở chính xác có giá trị là 20Oм
Điện áp định mức là 200V, 
Công suất định mức 0,125W, 
Sai số cho phép là 5%, 
Độ ẩm không khí tương đối ở nhiệt độ 35℃ đến 98%, 
Nhiệt độ môi trường làm việc là -60℃÷70℃,

	121
	Điện trở C2-33H-0,125-2кOм±5%
	Điện trở chính xác có giá trị là 2кOм
Điện áp định mức là 200V, 
Công suất định mức 0,125W, 
Sai số cho phép là 5%, 
Độ ẩm không khí tương đối ở nhiệt độ 35℃ đến 98%, 
Nhiệt độ môi trường làm việc là -60℃÷70℃,

	122
	Điện trở C2-33H-0,125-390Oм±5%
	Điện trở chính xác có giá trị là 390Oм
Điện áp định mức là 200V, 
Công suất định mức 0,125W, 
Sai số cho phép là 5%, 
Độ ẩm không khí tương đối ở nhiệt độ 35℃ đến 98%, 
Nhiệt độ môi trường làm việc là -60℃÷70℃,

	123
	Điện trở C2-33H-0,125-560Oм±5%
	Điện trở chính xác có giá trị là 560Oм
Điện áp định mức là 200V, 
Công suất định mức 0,125W, 
Sai số cho phép là 5%, 
Độ ẩm không khí tương đối ở nhiệt độ 35℃ đến 98%, 
Nhiệt độ môi trường làm việc là -60℃÷70℃,

	124
	Điện trở C2-33H-0,125-7,5Oм±5%
	Điện trở chính xác có giá trị là 7,5Oм
Điện áp định mức là 200V, 
Công suất định mức 0,125W, 
Sai số cho phép là 5%, 
Độ ẩm không khí tương đối ở nhiệt độ 35℃ đến 98%, 
Nhiệt độ môi trường làm việc là -60℃÷70℃,

	125
	Điện trở C2-33H-0,125-75Oм±5%
	Điện trở chính xác có giá trị là 75Oм
Điện áp định mức là 200V, 
Công suất định mức 0,125W, 
Sai số cho phép là 5%, 
Độ ẩm không khí tương đối ở nhiệt độ 35℃ đến 98%, 
Nhiệt độ môi trường làm việc là -60℃÷70℃,

	126
	Điện trở C2-36-120Oм±5%
	Điện trở chính xác có giá trị là 120Oм, 
Điện áp định mức là 200V, 
Sai số cho phép là 5%, 
Độ ẩm không khí tương đối ở nhiệt độ 35℃đến 98%, 
Nhiệt độ môi trường làm việc là -60℃÷155℃,

	127
	Điện trở C5-5B-1-360Oм±5%
	Điện trở chính xác có giá trị là 360Oм,
Điện áp định mức là 5V, 
Công suất định mức 1W, 
Sai số cho phép là 5%, 
Độ ẩm không khí tương đối ở nhiệt độ 35℃đến 98%, 
Nhiệt độ môi trường làm việc là -60℃÷155℃,

	128
	Điện trở C5-5B-1-47Oм±5%
	Điện trở chính xác có giá trị là 47Oм,
Điện áp định mức là 5V, 
Công suất định mức 1W, 
Sai số cho phép là 5%, 
Độ ẩm không khí tương đối ở nhiệt độ 35℃đến 98%, 
Nhiệt độ môi trường làm việc là -60℃÷155℃,

	129
	Điện trở MF-1kΩ 1/2W±5%
	Điện trở chính xác có giá trị là 1kΩ,
Công suất định mức 1/2W, 
Sai số cho phép là 5%, 
Độ ẩm không khí tương đối ở nhiệt độ 35℃đến 98%, 
Nhiệt độ môi trường làm việc là -60℃÷155℃,


Điện trở dán kích thước (2,0x1,25)mm có giá trị là 100kΩ,

Sai số cho phép là 5%,

Độ ẩm không khí tương đối ở nhiệt độ 35℃đến 98%,

	Nhiệt độ môi trường làm việc là -60℃÷70℃,

	131
	Điện trở SMD 0805 100Ω±10%
	Điện trở dán kích thước (2,0x1,25)mm có giá trị là 100Ω,
Sai số cho phép là 10%,
Độ ẩm không khí tương đối ở nhiệt độ 35℃đến 98%,
Nhiệt độ môi trường làm việc là -60℃÷70℃,

	132
	Điện trở SMD 0805 10kΩ±10%
	Điện trở dán kích thước (2,0x1,25)mm có giá trị là 10kΩ,
Sai số cho phép là 10%,
Độ ẩm không khí tương đối ở nhiệt độ 35℃đến 98%,
Nhiệt độ môi trường làm việc là -60℃÷70℃,

	133
	Điện trở SMD 0805 10kΩ±5%
	Điện trở dán kích thước (2,0x1,25)mm có giá trị là 10kΩ,
Sai số cho phép là 5%,
Độ ẩm không khí tương đối ở nhiệt độ 35℃đến 98%,
Nhiệt độ môi trường làm việc là -60℃÷70℃,

	134
	Điện trở SMD 0805 150Ω±5%
	Điện trở dán kích thước (2,0x1,25)mm có giá trị là 150Ω,
Sai số cho phép là 5%,
Độ ẩm không khí tương đối ở nhiệt độ 35℃đến 98%,
Nhiệt độ môi trường làm việc là -60℃÷70℃,

	135
	Điện trở SMD 0805 15kΩ±10%
	Điện trở dán kích thước (2,0x1,25)mm có giá trị là 15kΩ,
Sai số cho phép là 10%,
Độ ẩm không khí tương đối ở nhiệt độ 35℃đến 98%,
Nhiệt độ môi trường làm việc là -60℃÷70℃,

	136
	Điện trở SMD 0805 1kΩ±10%
	Điện trở dán kích thước (2,0x1,25)mm có giá trị là 1kΩ,
Sai số cho phép là 10%,
Độ ẩm không khí tương đối ở nhiệt độ 35℃đến 98%,
Nhiệt độ môi trường làm việc là -60℃÷70℃,

	137
	Điện trở SMD 0805 1kΩ±5%
	Điện trở dán kích thước (2,0x1,25)mm có giá trị là 1kΩ,
Sai số cho phép là 5%,
Độ ẩm không khí tương đối ở nhiệt độ 35℃đến 98%,
Nhiệt độ môi trường làm việc là -60℃÷70℃,

	138
	Điện trở SMD 0805 24Ω±10%
	Điện trở dán kích thước (2,0x1,25)mm có giá trị là 24Ω,
Sai số cho phép là 10%,
Độ ẩm không khí tương đối ở nhiệt độ 35℃đến 98%,
Nhiệt độ môi trường làm việc là -60℃÷70℃,

	139
	Điện trở SMD 0805 2kΩ±10%
	Điện trở dán kích thước (2,0x1,25)mm có giá trị là 2kΩ,
Sai số cho phép là 10%,
Độ ẩm không khí tương đối ở nhiệt độ 35℃đến 98%,
Nhiệt độ môi trường làm việc là -60℃÷70℃,

	140
	Điện trở SMD 0805 330Ω±10%
	Điện trở dán kích thước (2,0x1,25)mm có giá trị là 330Ω,
Sai số cho phép là 10%,
Độ ẩm không khí tương đối ở nhiệt độ 35℃đến 98%,
Nhiệt độ môi trường làm việc là -60℃÷70℃,

	141
	Điện trở SMD 0805 510Ω±10%
	Điện trở dán kích thước (2,0x1,25)mm có giá trị là 510Ω,
Sai số cho phép là 10%,
Độ ẩm không khí tương đối ở nhiệt độ 35℃đến 98%,
Nhiệt độ môi trường làm việc là -60℃÷70℃,

	142
	Điện trở SMD 0805 560Ω±10%
	Điện trở dán kích thước (2,0x1,25)mm có giá trị là 560Ω,
Sai số cho phép là 10%,
Độ ẩm không khí tương đối ở nhiệt độ 35℃đến 98%,
Nhiệt độ môi trường làm việc là -60℃÷70℃,

	143
	Điện trở SMD 1026 10kΩ 0,25W±5%
	Điện trở chính xác có giá trị là 10kΩ
Công suất định mức 0,25W
Sai số cho phép: 5%
Thành phần cấu tạo: màng kim loại

	144
	Điện trở SMD 1206 2,2kΩ±10%
	Điện trở dán kích thước (3,2x1,6)mm có giá trị là 2,2kΩ,
Sai số cho phép là 10%,
Độ ẩm không khí tương đối ở nhiệt độ 35℃đến 98%,
Nhiệt độ môi trường làm việc là -60℃÷70℃,

	145
	Điện trở SMD 1206 2,2kΩ±5%
	Điện trở dán kích thước (3,2x1,6)mm có giá trị là 2,2kΩ,
Sai số cho phép là 5%,
Độ ẩm không khí tương đối ở nhiệt độ 35℃đến 98%,
Nhiệt độ môi trường làm việc là -60℃÷70℃,

	146
	Điện trở SMD 1206 3,3kΩ±5%
	Điện trở dán kích thước (3,2x1,6)mm có giá trị là 3,3kΩ,
Sai số cho phép là 5%,
Độ ẩm không khí tương đối ở nhiệt độ 35℃đến 98%,
Nhiệt độ môi trường làm việc là -60℃÷70℃, 

	147
	Điện trở SMD 1206 4,3kΩ±5%
	Điện trở dán kích thước (3,2x1,6)mm có giá trị là 4,3kΩ,
Sai số cho phép là 5%,
Độ ẩm không khí tương đối ở nhiệt độ 35℃đến 98%,
Nhiệt độ môi trường làm việc là -60℃÷70℃,

	148
	Điện trở SMD 1206 4,7kΩ±10%
	Điện trở dán kích thước (3,2x1,6)mm có giá trị là 4,7kΩ,
Sai số cho phép là 10%,
Độ ẩm không khí tương đối ở nhiệt độ 35℃đến 98%,
Nhiệt độ môi trường làm việc là -60℃÷70℃,

	149
	Điện trở SMD 1206 4,99kΩ±10%
	Điện trở dán kích thước (3,2x1,6)mm có giá trị là 4,99kΩ,
Sai số cho phép là 10%,
Độ ẩm không khí tương đối ở nhiệt độ 35℃đến 98%,
Nhiệt độ môi trường làm việc là -60℃÷70℃,

	150
	Điện trở SMD 1206 6,8kΩ±10%
	Điện trở dán kích thước (3,2x1,6)mm có giá trị là 6,8kΩ,
Sai số cho phép là 10%,
Độ ẩm không khí tương đối ở nhiệt độ 35℃đến 98%,
Nhiệt độ môi trường làm việc là -60℃÷70℃,

	151
	Điện trở SMD 1806 1/4W 1,1K±5%
	Điện trở chính xác có giá trị là 1,1K
Công suất định mức 0,25W, 
Sai số cho phép: 5%
Độ ẩm không khí tương đối ở nhiệt độ 35℃ đến 98%, 
Nhiệt độ môi trường làm việc là -60℃÷70℃,

	152
	Điện trở SMD 1806 1/4W 1,8K±5%
	Điện trở chính xác có giá trị là 1,8K
Sai số cho phép: 5%
Công suất định mức 1/4W
Thành phần cấu tạo: màng kim loại

	153
	Điện trở SMD 1806 1/4W 150R±5%
	Điện trở chính xác có giá trị là 150R
Sai số cho phép: 5%
Công suất định mức 1/4W
Thành phần cấu tạo: màng kim loại

	154
	Điện trở SMD 1806 1/4W 16K±5%
	Điện trở chính xác có giá trị là 16K
Sai số cho phép: 5%
Công suất định mức 1/4W
Thành phần cấu tạo: màng kim loại

	155
	Điện trở SMD 1806 1/4W 330R ±5%
	Điện trở chính xác có giá trị là 330R
Sai số cho phép: 5%
Công suất định mức 1/4W
Thành phần cấu tạo: màng kim loại

	156
	Điện trở SMD 1806 1/4W 39K±5%
	Điện trở chính xác có giá trị là 39K
Sai số cho phép: 5%
Công suất định mức 1/4W
Thành phần cấu tạo: màng kim loại


Điện trở chính xác có giá trị là 3K

Sai số cho phép: 5%

Công suất định mức 1/4W

	Thành phần cấu tạo: màng kim loại

	158
	Điện trở SMD 1806 1/4W 51K±5%
	Điện trở chính xác có giá trị là 51K
Sai số cho phép: 5%
Công suất định mức 1/4W
Thành phần cấu tạo: màng kim loại

	159
	Điện trở SMD 1806 1/4W 8,2K±5%
	Điện trở chính xác có giá trị là 8,2K
Sai số cho phép: 5%
Công suất định mức 1/4W
Thành phần cấu tạo: màng kim loại

	160
	Điện trở SMD 1W 0,05Ω±5%
	Điện trở chính xác có giá trị là 0,05Ω
Công suất định mức 1W
Sai số cho phép: 5%
Thành phần cấu tạo: màng kim loại

	161
	Điện trở vạch 1/4W 2,4kΩ ±5%
	Điện trở có giá trị là: 2,4kΩ, 
Sai số điện trở: 5%
Điện áp định mức là: (0,5÷0,7)V, 
Công suất định mức 0,25W, 
Độ ẩm không khí tương đối ở nhiệt độ 35℃ đến 98%, 
Nhiệt độ môi trường làm việc là -60℃÷70℃,

	162
	Điện trở Д-0,125-100Oм±5%
	Điện trở chính xác có giá trị là 100Oм,
Công suất định mức 0,125W, 
Sai số cho phép là 5%, 
Độ ẩm không khí tương đối ở nhiệt độ 35℃đến 98%, 
Nhiệt độ môi trường làm việc là -60℃÷155℃,

	163
	Điện trở Д-0,125-2кOм±5%
	Điện trở chính xác có giá trị là 2кOм,
Công suất định mức 0,125W, 
Sai số cho phép là 5%, 
Độ ẩm không khí tương đối ở nhiệt độ 35℃đến 98%, 
Nhiệt độ môi trường làm việc là -60℃÷155℃,


	164
	Điện trở Д-0,125-3кOм±5%
	Điện trở chính xác có giá trị là 3кOм,
Công suất định mức 0,125W, 
Sai số cho phép là 5%, 
Độ ẩm không khí tương đối ở nhiệt độ 35℃đến 98%, 
Nhiệt độ môi trường làm việc là -60℃÷155℃,

	165
	Điện trở Д-0,125-470Oм±5%
	Điện trở chính xác có giá trị là 470Oм,
Công suất định mức 0,125W, 
Sai số cho phép là 5%, 
Độ ẩm không khí tương đối ở nhiệt độ 35℃đến 98%, 
Nhiệt độ môi trường làm việc là -60℃÷155℃,

	166
	Điện trở Д-0,5-1,2кOм±5%
	Điện trở chính xác có giá trị là 1,2кOм,
Công suất định mức 0,5W, 
Sai số cho phép là 5%, 
Độ ẩm không khí tương đối ở nhiệt độ 35℃đến 98%, 
Nhiệt độ môi trường làm việc là -60℃÷155℃,

	167
	Điện trở Д-0,5-39,2Oм±5%
	Điện trở chính xác có giá trị là 39,2Oм,
Công suất định mức 0,5W, 
Sai số cho phép là 5%, 
Độ ẩm không khí tương đối ở nhiệt độ 35℃đến 98%, 
Nhiệt độ môi trường làm việc là -60℃÷155℃,

	168
	Khối điện trở 10X-1-331LF
	Điện trở có giá trị là: 1kΩ, 
Điện áp định mức là: (0,5÷0,7)V, 
Công suất định mức 1W, 
Độ ẩm không khí tương đối ở nhiệt độ 35℃ đến 98%, 
Nhiệt độ môi trường làm việc là -60℃÷70℃,

	169
	Mô đun cấu hình EPC2LI20
	Bộ nhớ cấu hình (Configuration EPROM) chuyên dụng để lưu trữ dữ liệu "bitstream" cho các dòng FPGA; 1.6 Megabit; Nguồn 3.3V/5V; Hỗ trợ In-System Programmability Vỏ nhựa PLCC 20 chân; Dùng cho FPGA Altera (Intel); nhiệt độ hoạt động: -40°C đến +85°C

	170
	Mô đun cấu hình EPM7032AE
	CPLD (Complex Programmable Logic Device),32 Macrocells; 600 Usable Gates; 4.5ns - 7.5ns,Nguồn 3.3V; 36 I/O Pins; Lập trình JTAG (ISP); nhiệt độ hoạt động: -40°C đến +85°C (Bản I)

	171
	Mô đun chuyển tiếp thông tin AS5C512K8ECJ-20
	Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên tĩnh (SRAM) có độ tin cậy cực cao; 4 Megabit (512K x 8-bit); 20ns; nguồn: 5V; Vỏ gốm SOJ-36; Chuẩn quân sự (MIL-STD-883); nhiệt độ hoạt động: -55°C đến +125°C

	172
	Mô đun chuyển tiếp thông tin EDI88512CA20N36B
	Mô-đun bộ nhớ tĩnh (SRAM) với mật độ 4 Megabit, được tổ chức dưới dạng 512K x 8-bit; Tốc độ truy cập: 20ns; Vỏ gốm LCC 36 chân; Chuẩn quân sự; Tương đương AS5C512K8; nhiệt độ hoạt động: -55°C đến +125°C

	173
	Mô đun chuyển tiếp thông tin IDT 71256
	High-Speed CMOS SRAM 256 Kilobit (32K x 8-bit); 12ns - 25ns; 5V Công nghệ CEMOS; Tương thích TTL; Vỏ DIP/SOIC/LCC; nhiệt độ hoạt động: -55°C đến +125°C (bản quân sự)

	174
	Mô đun chuyển tiếp thông tin IDT 71V424
	Chip cung cấp 4 Megabit dữ liệu, được tổ chức theo cấu trúc 512K x 8-bit; Công suất thấp; TTL Compatible; Vỏ SOJ/TSOP;  nhiệt độ hoạt động: -40°C đến +85°C

	175
	Mô đun giao diện AM29F080B-90EI
	Loại IC: Bộ nhớ
Dung lượng bộ nhớ  512k X 8 SRAM
Điện áp hoạt động 3,3V sai số 10%
Kiểu đóng gói SOJ  
Số chân 36

	176
	Mô đun giao diện AT45DB321D
	DataFlash (Serial Flash) 32 Megabit; Giao tiếp SPI (RapidS); 66MHz Hỗ trợ 2 Buffer RAM nội; Xóa theo Page/Block; 2.7V - 3.6V; -40°C đến +85°C

	177
	Môđul cấu hình ALTERA EPC 16 QI 100N
	Thiết bị cấu hình nâng cao FPGA, bộ nhớ flash 16 Mbit, điện áp 3,3V (3V-3,6V), giao diện JTAG và ISP, tốc độ clock 10-66,7MHz, giải nén on-chip nhân đôi mật độ cấu hình, vỏ PQFP-100 chân, nhiệt độ -40 đến +85 độ C

	178
	Môdul đồng bộ  IDT 5V991A-5JGI
	Bộ đệm quản lý xung nhịp (Skew Elimination)3.3V / 18-85 MHz; 8 ngõ ra (Skew-free); Vỏ PLCC-32Công nghệ TurboClock; Độ trễ cực thấp; Chuẩn công nghiệp; -40°C đến +85°C

	179
	Môdul đồng bộ  IDT 72V 3680-L7-5PFI
	IC FIFO Đồng bộ (Sync FIFO), Dung lượng: 16,384 x 36-bit; Tốc độ 7.5ns (133MHz); 3.3VĐộ trễ thấp; Hỗ trợ Bus rộng; Chuẩn công nghiệp; -40°C đến +85°C

	180
	Rơ le PЭK80B
	Điện trở cuộn dây: (49,5-60,5)Oм; 
Điện áp làm việc: (4,4±0,4)V; 
Điện trở cách điện: ≥ 200 MOм; 
Điện trở tiếp xúc: ≤ 0,5Oм; 
Nhiệt độ làm việc:  (-60÷125)°C 

	181
	Thạch anh 5000K
	Tần số dao động 5000 kHz
Đóng gói SMT
Số chân 4
Điện trở nối tiếp 20 Ω
Nhiệt độ môi trường làm việc là -20℃÷70℃,

	182
	Thạch anh 5241,8K
	Tần số dao động 5241,8 kHz
Đóng gói SMT
Số chân 4
Điện trở nối tiếp 20 Ω
Nhiệt độ môi trường làm việc là -20℃÷70℃,

	183
	Thạch anh 8000K
	Tần số dao động 8000 kHz
Đóng gói SMT
Số chân 4
Điện trở nối tiếp 20 Ω
Nhiệt độ môi trường làm việc là -20℃÷70℃,

	184
	Thiết bị logíc lập trình 400MHz LC4064V-25TN100
	Điện áp làm việc +3,3V
Tốc độ dữ liệu 66,7MHz ÷ 166MHz
Dòng điện hoạt động 20÷60 mA
Đóng gói 32-LQFP

	185
	Tổ hợp đầu cắm SB602MG13W2S0001-AN
	Tổng số chân cắm 21
Điện trở cách điện lớn hơn 10MΩ
Dòng điện max 1A
Tổng dòng điện max 21A
Điện áp max 250V
Điện dung giữa các chân cắm nhỏ hơn 2pF
Thời hạn sử dụng 20 năm


Tụ điện có điện dung là 1pF

Điện áp làm việc giới hạn là 10V, 

Sức chịu đựng 10%

Nhiệt độ môi trường làm việc là -55℃÷85℃, 

	Độ ẩm không khí tương đối ở nhiệt độ 35℃ đến 98%,

	187
	Tụ điện 0603-10V-107C-470pF±10%
	Tụ điện có điện dung là 470pF
Điện áp làm việc giới hạn là 10V, 
Sức chịu đựng 10%
Nhiệt độ môi trường làm việc là -55℃÷85℃, 
Độ ẩm không khí tương đối ở nhiệt độ 35℃ đến 98%,

	188
	Tụ điện 105-20μF 50V±20%
	Tụ điện có điện dung là 20μF, 
Điện áp làm việc giới hạn là 50V, 
Sai số cho phép là 20%, 
Tổn hao từ 2 đến 30%, 
Dòng điện rò rỉ từ 7 đến 60µA, 
Nhiệt độ môi trường làm việc là -60℃÷155℃, 
Độ ẩm không khí tương đối ở nhiệt độ 35℃ đến 98%,

	189
	Tụ điện 156-10k-226±20%
	Tụ tantalum hoặc điện phân nhôm bề mặt, dung lượng 22 microF (mã 226 = 22x10^6 pF), điện áp định mức 10kV AC hoặc 10V DC tùy loại, dung sai ±5%, ESR thấp, phân cực dương âm
Kiểu vỏ SMD case C hoặc D kích thước 6032 hoặc 7343 mm (dài x rộng), chiều cao 2,5-4,3mm, nhiệt độ làm việc -55 độ C đến +85 độ C hoặc +105 độ C, tuổi thọ 2000-5000 giờ
Điện áp xung 1,3 lần điện áp định mức, dòng rò nhỏ, hệ số tổn hao thấp, đo dung lượng ở tần số 120Hz điện áp 0,5V RMS, lắp hàn bề mặt hoặc xuyên lỗ

	190
	Tụ điện 156-10k-226±5% 
	Điện áp làm việc giới hạn là 50V, 
Sai số cho phép là 5%, 
Tổn hao từ 2 đến 30%, 
Dòng điện rò rỉ từ 7 đến 60µA, 
Nhiệt độ môi trường làm việc là -60℃÷155℃, 
Độ ẩm không khí tương đối ở nhiệt độ 35℃ đến 98%,

	191
	Tụ điện 16V-107C-100μF±10%
	Tụ điện có điện dung là 100μF
Điện áp làm việc giới hạn là 16V, 
Sức chịu đựng 10%
Nhiệt độ môi trường làm việc là -55℃÷85℃, 
Độ ẩm không khí tương đối ở nhiệt độ 35℃ đến 98%,

	192
	Tụ điện 2,2μF-Z50B-10AB±10%
	Tụ ceramic đa lớp MLCC kiểu radial chân xuyên lỗ, dung lượng 2,2 microF, điện áp 50V DC, dung sai ±10%, điện môi Z5U hoặc Y5V với đặc tính nhiệt độ -10 độ C đến +85 độ C
Khoảng cách chân 5mm hoặc 7,5mm, đường kính chân 0,5-0,6mm, kích thước vỏ 10mm đường kính x 5-7mm chiều cao, lớp phủ epoxy bảo vệ, hệ số tổn hao tối đa 5%, điện trở cách điện tối thiểu 1000 MΩ
Điện áp thử 125V DC trong 2 giây, dòng rò nhỏ, ổn định tần số thấp đến trung bình 0-10kHz, chịu xung điện áp cao, tuổi thọ 10000 giờ ở điều kiện định mức

	193
	Tụ điện 336-10K-038±5% 
	Tụ tantalum SMD hoặc film polypropylene, dung lượng 33 microF (mã 336 = 33x10^6 pF), điện áp 10kV AC hoặc 10V DC tùy loại, dung sai ±5%, mã 038 chỉ kiểu vỏ hoặc ESR thấp
Kiểu vỏ SMD case C hoặc D kích thước 6032 hoặc 7343 mm (dài x rộng) cao 2,5-4,3mm, hoặc kiểu xuyên lỗ khoảng cách chân 10-27,5mm, đường kính chân 0,6-0,8mm, nhiệt độ -55 độ C đến +125 độ C
ESR thấp 0,9-1,1 Ohm ở 100kHz, dòng gợn sóng cao, dòng rò thấp dưới 5,3 microA, hệ số tổn hao 6%, tuổi thọ 2000 giờ ở 85-125 độ C, phân cực dương âm nếu loại tantalum

	194
	Tụ điện 337-10k±10%
	Điện dung 337V
Điện áp đánh thủng 10V
Sai số 10%
Màu sắc xám bạc 

	195
	Tụ điện 476E-20E-55μF±10%
	Tụ điện có điện dung là 55μF
Điện áp làm việc giới hạn là 10V, 
Sức chịu đựng 10%
Nhiệt độ môi trường làm việc là -55℃÷85℃, 
Độ ẩm không khí tương đối ở nhiệt độ 35℃ đến 98%,

	196
	Tụ điện 6032-10V-107C-100μF±10%
	Tụ điện có điện dung là 100μF
Điện áp làm việc giới hạn là 10V, 
Sức chịu đựng 10%
Nhiệt độ môi trường làm việc là -55℃÷85℃, 
Độ ẩm không khí tương đối ở nhiệt độ 35℃ đến 98%,

	197
	Tụ điện 687-6k±10%
	Điện dung 687V; 
Điện áp đánh thủng 6V
Sai số 10%
Màu sắc: vàng

	198
	Tụ điện chữ nhật 15nM WP
	Điện dung 15000 nF
Điện áp đánh thủng 80 V
Sai số 10%
Mầu sắc vàng

	199
	Tụ điện chữ nhật 68nS NP±10%
	Điện áp tối đa: 50V đến 60V.
Dòng tối đa: 3A đến 15A. 
AEC-Q101 đủ điều kiện. 
Nhiệt độ giao nhau lên đến + 175℃. 
Giảm điện áp chuyển tiếp rất thấp và rò rỉ thấp để đạt hiệu quả cao. Kết hợp dòng điện ngược thấp và điện áp thuận để mang lại hiệu quả tuyệt vời ở nhiệt độ môi trường cao.

	200
	Tụ điện chữ nhật D9-Mn20J
	Điện dung 20μF. Điện áp 35V. Kiểu chân: Dán bề mặt. Sai số: 10%. Kích thước 9x15mm. Khoảng cách chân 7mm. Nhiệt độ làm việc -40 độ đến 105 độ

	201
	Tụ điện Co.V2n2J±10%
	 Điện dung 220nF 
Điện áp đánh thủng 1000 V
Sai số 10%
Mầu sắc vàng 

	202
	Tụ điện D7-47μF±10%
	Điện dung 47μF
Điện áp đánh thủng 100 V
Sai số 10%
Mầu sắc vàng 

	203
	Tụ điện D7-M51PJ±10%
	 Điện dung 51 μF
Điện áp đánh thủng 70 V
Sai số 10%
Mầu sắc vàng 

	204
	Tụ điện E4-Mn20J±10%
	 Điện dung 20 μF
Điện áp đánh thủng 250V
Sai số 10%
Mầu sắc xám bạc 

	205
	Tụ điện K52-17-220мкФ±10%
	Tụ điện có điện dung là 220мкФ
Điện áp định mức là 17V 
Sai số cho phép là 20%, 
Dòng rò là 31 μA;
Trở Кháng là 50Ω
Nhiệt độ môi trường làm việc là -60℃÷125℃, 
Độ ẩm không khí tương đối ở nhiệt độ 35℃ đến 98%,

	206
	Tụ điện K52-1БM-50B-150мкФ±10%
	 Tụ điện có điện dung là 150мкФ, 
Điện áp làm việc giới hạn là 50V, 
Sai số cho phép là 10%, 
Tổn hao từ 2 đến 30%, 
Dòng điện rò rỉ từ 7 đến 60µA, 
Nhiệt độ môi trường làm việc là -60℃÷155℃, 
Độ ẩm không khí tương đối ở nhiệt độ 35℃ đến 98%, 

	207
	Tụ điện K52-1БM-50B-33мкФ±20%
	 Tụ điện có điện dung là 33мкФ, 
Điện áp làm việc giới hạn là 50V, 
Sai số cho phép là 20%, 
Tổn hao từ 2 đến 30%, 
Dòng điện rò rỉ từ 7 đến 60µA, 
Nhiệt độ môi trường làm việc là -60℃÷155℃, 
Độ ẩm không khí tương đối ở nhiệt độ 35℃ đến 98%, 

	208
	Tụ điện K52-1БM-50B-68мкФ±20%
	 Tụ điện có điện dung là 68мкФ, 
Điện áp làm việc giới hạn là 50V, 
Sai số cho phép là 20%, 
Tổn hao từ 2 đến 30%, 
Dòng điện rò rỉ từ 7 đến 60µA, 
Nhiệt độ môi trường làm việc là -60℃÷155℃, 
Độ ẩm không khí tương đối ở nhiệt độ 35℃ đến 98%, 

	209
	Tụ điện K52-9B-47мкФ±10%
	Tụ điện có điện dung là 47мкФ, 
Điện áp làm việc giới hạn là 9V, 
Sai số cho phép là 10%, 
Tổn hao từ 2 đến 30%, 
Dòng điện rò rỉ từ 7 đến 60µA, 
Nhiệt độ môi trường làm việc là -60℃÷155℃, 
Độ ẩm không khí tương đối ở nhiệt độ 35℃ đến 98%,

	210
	Tụ điện K53-16B-6,8мкФ±10%
	Điện dung: 68μF;
Sai số: ± 20%; 
Loại tụ điện màng;
Điện áp tối đa: 18V;  
Nhiệt độ làm việc: (-55 ÷ 125)°C  

	211
	Tụ điện K53-18B-100мкФ±10%
	 Điện dung: 100мкФ;
Sai số: ± 10%; 
Điện áp tối đa: 18V;  
Nhiệt độ làm việc: (-60 ÷ 85)°C  

	212
	Tụ điện K53-18B-10мкФ±10%
	Tụ điện có điện dung là 10мкФ,
Điện áp làm việc giới hạn là 18V,
Sai số cho phép là 10%,
Tổn hao từ 2 đến 30%,
Dòng điện rò rỉ từ 7 đến 60µA,
Nhiệt độ môi trường làm việc là -60℃÷155℃,
Độ ẩm không khí tương đối ở nhiệt độ 35℃ đến 98%,

	213
	Tụ điện K53-18B-150мкФ±10%
	Tụ điện có điện dung là 150мкФ,
Điện áp làm việc giới hạn là 18V,
Sai số cho phép là 10%,
Tổn hao từ 2 đến 30%,
Dòng điện rò rỉ từ 7 đến 60µA,
Nhiệt độ môi trường làm việc là -60℃÷155℃,
Độ ẩm không khí tương đối ở nhiệt độ 35℃ đến 98%,

	214
	Tụ điện K53-18B-15мкФ±10%
	Tụ điện có điện dung là 15мкФ,
Điện áp làm việc giới hạn là 18V,
Sai số cho phép là 10%,
Tổn hao từ 2 đến 30%,
Dòng điện rò rỉ từ 7 đến 60µA,
Nhiệt độ môi trường làm việc là -60℃÷155℃,
Độ ẩm không khí tương đối ở nhiệt độ 35℃ đến 98%,

	215
	Tụ điện K53-18B-68мкФ±10%
	Tụ điện có điện dung là 68мкФ,
Điện áp làm việc giới hạn là 18V,
Sai số cho phép là 10%,
Tổn hao từ 2 đến 30%,
Dòng điện rò rỉ từ 7 đến 60µA,
Nhiệt độ môi trường làm việc là -60℃÷155℃,
Độ ẩm không khí tương đối ở nhiệt độ 35℃ đến 98%,

	216
	Tụ điện K73-16B-2,7мкФ±10%
	Tụ điện có điện dung là 2,7мкФ,
Điện áp làm việc giới hạn là 16V,
Sai số cho phép là 10%,
Tổn hao từ 2 đến 30%,
Dòng điện rò rỉ từ 7 đến 60µA,
Nhiệt độ môi trường làm việc là -60℃÷125℃,
Độ ẩm không khí tương đối ở nhiệt độ 35℃ đến 98%,

	217
	Tụ điện KA5-68μF±10%
	Điện dung: 68μF;
Sai số: ± 10%; 
Loại tụ điện màng;
Điện áp tối đa: 18V;  
Nhiệt độ làm việc: (-55 ÷ 125)°C  

	218
	Tụ điện Nichicon-16V-1000µF±10%
	Điện áp định mức 16V; Điện dung 1000µF; Sai số ±10% (K); Dạng hình trụ (Radial); Kích thước phổ biến thường là 10x12.5mm hoặc 10x16mm (tùy dòng); Nhiệt độ vận hành -40°C đến +105°C; Tuổi thọ cao (từ 2000h - 10000h tùy dòng như UBT, UHE, UVZ)

	219
	Tụ điện Nichicon-16V-470µF±10%
	Tụ điện có điện dung là 470µF
Điện áp làm việc giới hạn là 16V, 
Sức chịu đựng 10%
Nhiệt độ môi trường làm việc là -55℃÷85℃, 
Độ ẩm không khí tương đối ở nhiệt độ 35℃ đến 98%,

	220
	Tụ điện OCK53-18B-150мкФ±10%
	Tụ điện có điện dung là 150мкФ, 
Điện áp làm việc giới hạn là 18V, 
Sai số cho phép là 10%, 
Hệ số tổn hao không lớn hơn 20%
Dòng điện rò rỉ không lớn hơn 1270µA,
Trở kháng toàn phần <7Ω
Nhiệt độ môi trường làm việc là -60℃÷85℃, 
Độ ẩm không khí tương đối ở nhiệt độ 35℃ đến 98%,

	221
	Tụ điện RIFA-РZВ 300 МС-100nF±10%
	Tụ điện có điện dung là 100nF
Điện áp làm việc giới hạn là 275V, 
Sức chịu đựng 10%
Nhiệt độ môi trường làm việc là -55℃÷85℃, 
Độ ẩm không khí tương đối ở nhiệt độ 35℃ đến 98%,

	222
	Tụ điện RIFA-РZВ 300 МС-4.7nF±10%
	Tụ điện có điện dung là 4,7nF
Điện áp làm việc giới hạn là 275V, 
Sức chịu đựng 10%
Nhiệt độ môi trường làm việc là -55℃÷85℃, 
Độ ẩm không khí tương đối ở nhiệt độ 35℃ đến 98%,

	223
	Tụ điện SMD 0402 6,3V 10μF ±5%
	Điện dung 10 μF
Điện áp đánh thủng 6,3V
Sai số: 5%

	224
	Tụ điện SMD 0805 0,033μF±10%
	Tụ điện dán kích thước (2,0x1,25)mm có điện dung là 0,033μF
Điện áp làm việc giới hạn là 25V, 
Sai số: 10%
Nhiệt độ môi trường làm việc là -55℃÷ 125℃, 
Độ ẩm không khí tương đối ở nhiệt độ 35℃ đến 98%,

	225
	Tụ điện SMD 0805 0,15μF±10%
	Tụ điện dán kích thước (2,0x1,25)mm có điện dung là 0,15μF
Điện áp làm việc giới hạn là 25V, 
Sai số: 10%
Nhiệt độ môi trường làm việc là -55℃÷ 125℃, 
Độ ẩm không khí tương đối ở nhiệt độ 35℃ đến 98%,

	226
	Tụ điện SMD 0805 0,1μF±1%
	Tụ điện dán kích thước (2,0x1,25)mm có điện dung là 0,1μF
Điện áp làm việc giới hạn là 25V, 
Sai số: 1%
Nhiệt độ môi trường làm việc là -55℃÷ 125℃, 
Độ ẩm không khí tương đối ở nhiệt độ 35℃ đến 98%,

	227
	Tụ điện SMD 0805 0,1μF±5%
	Tụ điện dán kích thước (2,0x1,25)mm có điện dung là 0,1μF
Điện áp làm việc giới hạn là 25V, 
Sai số: 5%
Nhiệt độ môi trường làm việc là -55℃÷ 125℃, 
Độ ẩm không khí tương đối ở nhiệt độ 35℃ đến 98%,

	228
	Tụ điện SMD 0805 0,33μF±1%
	Tụ điện dán kích thước (2,0x1,25)mm có điện dung là 0,33μF
Điện áp làm việc giới hạn là 25V, 
Sai số: 1%
Nhiệt độ môi trường làm việc là -55℃÷ 125℃, 
Độ ẩm không khí tương đối ở nhiệt độ 35℃ đến 98%,

	229
	Tụ điện SMD 0805 0,68μF±1%
	Tụ điện dán kích thước (2,0x1,25)mm có điện dung là 0,68μF
Điện áp làm việc giới hạn là 25V, 
Sai số: 1%
Nhiệt độ môi trường làm việc là -55℃÷ 125℃, 
Độ ẩm không khí tương đối ở nhiệt độ 35℃ đến 98%,

	230
	Tụ điện SMD 0805 2,2μF±10%
	Tụ điện dán kích thước (2,0x1,25)mm có điện dung là 2,2μF
Điện áp làm việc giới hạn là 25V, 
Sai số: 10%
Nhiệt độ môi trường làm việc là -55℃÷ 125℃, 
Độ ẩm không khí tương đối ở nhiệt độ 35℃ đến 98%,

	231
	Tụ điện SMD 0805 4,7μF±10%
	Tụ điện dán kích thước (2,0x1,25)mm có điện dung là 4,7μF
Điện áp làm việc giới hạn là 25V, 
Sai số: 10%
Nhiệt độ môi trường làm việc là -55℃÷ 125℃, 
Độ ẩm không khí tương đối ở nhiệt độ 35℃ đến 98%,

	232
	Tụ điện SMD 1206 1μF±10%
	Tụ điện dán kích thước (3,2x1,6)mm có điện dung là 1μF
Điện áp làm việc giới hạn là 25V, 
Sai số: 10%
Nhiệt độ môi trường làm việc là -55℃÷ 125℃, 
Độ ẩm không khí tương đối ở nhiệt độ 35℃ đến 98%,

	233
	Tụ điện SMD 1206 22μF±20%
	Tụ điện dán kích thước (3,2x1,6)mm có điện dung là 22μF
Điện áp làm việc giới hạn là 25V, 
Sai số: 20%
Nhiệt độ môi trường làm việc là -55℃÷ 125℃, 
Độ ẩm không khí tương đối ở nhiệt độ 35℃ đến 98%,

	234
	Tụ điện SMD 1206 47μF±10%
	Tụ điện dán kích thước (3,2x1,6)mm có điện dung là 47μF
Điện áp làm việc giới hạn là 25V, 
Sai số: 10%
Nhiệt độ môi trường làm việc là -55℃÷ 125℃, 
Độ ẩm không khí tương đối ở nhiệt độ 35℃ đến 98%,

	235
	Tụ điện SMD 1806 10V 1nF±5%
	Điện dung: 1nf
Điện áp: 10V
Sai số: 5%
Kích thước:3,2x1,6mm

	236
	Tụ điện SMD 1825 250V 1μF±5%
	Điện dung: 1μf
Điện áp: 250V
Sai số: 5%
Kích thước:3,2x1,6mm

	237
	Tụ điện SMD 1825 25V 1μF±5%
	Điện dung: 1μf
Điện áp: 25V
Sai số: 5%
Kích thước:3,2x1,6mm

	238
	Tụ điện SMD 6032 35V 33μF±5%
	Điện dung: 33μF;
Điện áp tối đa: 35V;
Sai số: 5% 
Nhiệt độ làm việc: (-60 ÷ 85)°C 

	239
	Tụ K53-4,7мкФ-16B±10%
	Điện dung: 4,7мкФ;
Sai số: ± 10%; 
Điện áp tối đa: 16V;  
Nhiệt độ làm việc: (-60 ÷ 85)°C  

	240
	Vi mạch 09V18
	Vi mạch tích hợp kỹ thuật số của bóng bán dẫn logic với điốt Schottky dòng TTL; là một trình điều khiển (bộ thu phát) hai hướng tám kênh với ba trạng thái đầu ra, có hệ số cân bằng dòng điện truyền khi UCB=2,5V, IE=0,5mA là từ 30÷180, dòng điện ngược cực C khi UCB=5V là ≤ 0,05µA, điện áp UBE bão hòa khi IC=3mA, IB= 0,5mA là ≤ 0,8V, điện áp UCE bão hòa khi IC=3mA, IB= 0,5mA là ≤ 0,5V, điện áp truyền giữa cực B và cực E của cặp bóng bán dẫn vi sai khi ∑IE=0,5mA, UCB=3V là ≤ 3mV, nhiệt độ môi trường hoạt động là -60℃÷135℃, 

	241
	Vi mạch 10V37
	Vi mạch tích hợp kỹ thuật số của bóng bán dẫn logic với điốt Schottky dòng TTL; là đại diện cho bốn phần tử logic 2I, có hệ số cân bằng dòng điện truyền khi UCB=3V, IE=0,6mA là từ 30÷200, dòng điện ngược cực C khi UCB=65V là ≤ 0,08µA, điện áp UBE bão hòa khi IC=3mA, IB= 0,5mA là ≤ 0,9V, điện áp UCE bão hòa khi IC=3mA, IB= 0,5mA là ≤ 0,4V, điện áp truyền giữa cực B và cực E của cặp bóng bán dẫn vi sai khi ∑IE=0,4mA, UCB=3V là ≤ 3mV, nhiệt độ môi trường hoạt động là -60℃÷125℃, 

	242
	Vi mạch 133ЛA7
	Vi mạch tích hợp 2 cổng logic NAND với 4 đầu vào, nguồn nuôi giá trị tối đa là 6V, Điện áp tối thiểu trên đầu ra là 0,3V, Điện áp tối đa cho đầu ra mạch kín là 5,5V, Điện áp tối đa trên đầu vào và giữa các cực phát là 5,5V, Dòng điện đầu vào tối đa là 10mA, Nguồn nuôi là 5V ± 0,5V, Dòng điện tiêu thụ trong trạng thái mức logic 0 là ≤ 27mA, Dòng điện tiêu thụ trong trạng thái mức logic 1 là ≤ 8mA, Điện áp trên đi ốt chống ngược là ≥ -1,5V, Điện áp đầu ra mức logic 0 là ≤ 0,4V, Điện áp đầu ra mức logic 1 là ≥ 2,4V, Dòng điện đầu vào mức logic 0 là ≥ -1,6mA, Dòng điện đầu vào mức logic 1 là ≤ 0,04mA, Độ trễ thời gian truyền khi bật là ≤ 15ns, Độ trễ thời gian truyền khi tắt là ≤ 22ns, Hệ số chia nhánh đầu ra là 30, Nhiệt độ môi trường xung quanh từ -60℃÷125℃, Vi mạch hoạt động ở độ ẩm đến 98% khi nhiệt độ môi trường khoảng 35℃, tải tuyến tính 500g,

	243
	Vi mạch 133ЛH3A
	Điện áp cung cấp:+(5 ± 0,5)V; 
Dòng đầuVào ≤ 32mA; 
Tần số LV ≤ 3MHz; 
Nhiệt độ làm việc: (-60÷ +125)°C

	244
	Vi mạch 1533AП3
	Chip  1533AП3 là hai trình điều khiển bốn kênh với ba trạng thái ở đầu ra với điều khiển nghịch đảo.Được thiết kế để làm việc trong các nút và khối của thiết bị vô tuyến điện tử cho một mục đích đặc biệt. Được sản xuất trong một vỏ kim loại-gốm hình chữ nhật để gắn trên bảng mạch in. Việc đánh dấu các vi mạch và sơ đồ kết nối của các điện cực với các dây dẫn được chỉ ra trên vỏ máy. Điện áp cung cấp: 5,0 ± 10% V; Dòng tiêu thụ, không quá: 20 mA; Giá trị cho phép của thế tĩnh điện: 200 V;  Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60 ° C ... + 125 ° C.

	245
	Vi mạch 1533AП5
	Chip  1533AП5 là hai trình điều khiển bốn kênh với ba trạng thái ở đầu ra với điều khiển nghịch đảo.Được thiết kế để làm việc trong các nút và khối của thiết bị vô tuyến điện tử cho một mục đích đặc biệt. Được sản xuất trong một vỏ kim loại-gốm hình chữ nhật để gắn trên bảng mạch in. Việc đánh dấu các vi mạch và sơ đồ kết nối của các điện cực với các dây dẫn được chỉ ra trên vỏ máy. Điện áp cung cấp: 5,0 ± 10% V; Dòng tiêu thụ, không quá: 24 mA; Giá trị cho phép của thế tĩnh điện: 200 V;  Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60 ° C ... + 125 ° C.

	246
	Vi mạch 1533AП6
	Chip  1533AП6 là hai trình điều khiển bốn kênh với ba trạng thái ở đầu ra với điều khiển nghịch đảo.Được thiết kế để làm việc trong các nút và khối của thiết bị vô tuyến điện tử cho một mục đích đặc biệt. Được sản xuất trong một vỏ kim loại-gốm hình chữ nhật để gắn trên bảng mạch in. Việc đánh dấu các vi mạch và sơ đồ kết nối của các điện cực với các dây dẫn được chỉ ra trên vỏ máy. Điện áp cung cấp: 5,0 ± 10% V; Dòng tiêu thụ, không quá: 28 mA; Giá trị cho phép của thế tĩnh điện: 200 V;  Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60 ° C ... + 125 ° C.

	247
	Vi mạch 1533KП11
	Điện áp cung cấp +(5±0,5)V; 
Dòng làm việc ≤ 25mA; 
Tín hiệu vào ra: (0 ÷ 5,5)V; 
Nhiệt độ làm việc: (-60÷ 125)°C

	248
	Vi mạch 1533KП16
	Vi mạch tích hợp kỹ thuật số của bóng bán dẫn logic với điốt Schottky dòng TTL; là một bộ chọn 8 bit với ba trạng thái ổn định, với đầu ra nghịch đảo, có hệ số cân bằng dòng điện truyền khi UCB=3V, IE=0,5mA là từ 25÷250, dòng điện ngược cực C khi UCB=6V là ≤ 0,05µA, điện áp UBE bão hòa khi IC=3mA, IB= 0,5mA là ≤ 0,8V, điện áp UCE bão hòa khi IC=3mA, IB= 0,5mA là ≤ 0,4V, điện áp truyền giữa cực B và cực E của cặp bóng bán dẫn vi sai khi ∑IE=0,5mA, UCB=3V là ≤ 3mV, nhiệt độ môi trường hoạt động là -60℃÷125℃, 

	249
	Vi mạch 1533TM2
	Điện áp cung cấp +(5±0,5)V; 
Dòng làm việc ≤ 15mA; 
Tín hiệu vào ra: (0 ÷ 5,5)V; 
Nhiệt độ làm việc:(-60÷ 125)°C

	250
	Vi mạch 1533TM8
	Điện áp cung cấp +(5±0,5)V; 
Dòng làm việc ≤ 18mA; 
Tín hiệu vào ra: (0 ÷ 5,5)V; 
Nhiệt độ làm việc:(-60÷ 125)°C

	251
	Vi mạch 1533TM9
	Điện áp cung cấp +(5±0,5)V; 
Dòng làm việc ≤ 26mA; 
Tín hiệu vào ra: (0 ÷ 5,5)V; 
Nhiệt độ làm việc: (-60÷ 125)°C

	252
	Vi mạch 1533ИP23
	Vi mạch tích hợp kỹ thuật số của bóng bán dẫn logic với điốt Schottky dòng TTL; là một thanh ghi tám bit với ba trạng thái ở đầu ra, có hệ số cân bằng dòng điện truyền khi UCB=3V, IE=0,5mA là từ 30÷200, dòng điện ngược cực C khi UCB=6V là ≤ 0,05µA, điện áp UBE bão hòa khi IC=3mA, IB= 0,5mA là ≤ 0,8V, điện áp UCE bão hòa khi IC=3mA, IB= 0,5mA là ≤ 0,4V, điện áp truyền giữa cực B và cực E của cặp bóng bán dẫn vi sai khi ∑IE=0,5mA, UCB=3V là ≤ 3mV, nhiệt độ môi trường hoạt động là -60℃÷125℃, 

	253
	Vi mạch 1533ИP33
	Điện áp cung cấp +(5±0,5)V; 
Dòng làm việc ≤ 32mA; 
Tín hiệu vào ra: (0 ÷ 5,5)V; 
Nhiệt độ làm việc: (-60÷ 125)°C

	254
	Vi mạch 1533ИP34
	Điện áp cung cấp +(5±0,5)V; 
Dòng làm việc ≤ 3mA; 
Tín hiệu vào ra: (0 ÷ 5,5)V; 
Nhiệt độ làm việc: (-60÷ 125)°C

	255
	Vi mạch 1533ИД7
	Điện áp cung cấp +(5±0,5)V; 
Dòng làm việc ≤ 8,5mA; 
Tín hiệu vào ra: (0,4 ÷ 5,5)V; 
Nhiệt độ làm việc: (-60÷ 125)°C

	256
	Vi mạch 1533ЛA2
	Điện áp cung cấp +(5±0,5)V; 
Dòng làm việc ≤ 3mA; 
Tín hiệu vào ra: (0 ÷ 5,5)V; 
Nhiệt độ làm việc: (-60÷ 125)°C

	257
	Vi mạch 1533ЛE1
	Số lượng chân 14
số cặp điện trở 7
Giá trị điện trở 1kΩ
Điện áp max 25V
Dòng điện max 1A

	258
	Vi mạch 1533ЛH1
	Điện áp cung cấp +(5±0, 5)V; 
Dòng làm việc ≤ 3,8mA; 
Tín hiệu vào ra: (0 ÷ 5,5)V; 
Nhiệt độ làm việc: (-60÷ 125)°C

	259
	Vi mạch 1533ЛP23
	Vi mạch tích hợp kỹ thuật số của bóng bán dẫn logic với điốt Schottky dòng TTL; là hai phần tử logic 2-2I-2OR-NOT và 3-3I-2OR-NOT, có hệ số cân bằng dòng điện truyền khi UCB=3V, IE=0,5mA là từ 30÷200, dòng điện ngược cực C khi UCB=6V là ≤ 0,06µA, điện áp UBE bão hòa khi IC=3mA, IB= 0,5mA là ≤ 0,8V, điện áp UCE bão hòa khi IC=3mA, IB= 0,5mA là ≤ 0,4V, điện áp truyền giữa cực B và cực E của cặp bóng bán dẫn vi sai khi ∑IE=0,5mA, UCB=3V là ≤ 3mV, nhiệt độ môi trường hoạt động là -60℃÷125℃, 

	260
	Vi mạch 1533ЛИ1
	Vi mạch tích hợp kỹ thuật số của bóng bán dẫn logic với điốt Schottky dòng TTL; là đại diện cho bốn phần tử logic 2I, có hệ số cân bằng dòng điện truyền khi UCB=3V, IE=0,5mA là từ 30÷200, dòng điện ngược cực C khi UCB=6V là ≤ 0,05µA, điện áp UBE bão hòa khi IC=3mA, IB= 0,5mA là ≤ 0,8V, điện áp UCE bão hòa khi IC=3mA, IB= 0,5mA là ≤ 0,4V, điện áp truyền giữa cực B và cực E của cặp bóng bán dẫn vi sai khi ∑IE=0,5mA, UCB=3V là ≤ 3mV, nhiệt độ môi trường hoạt động là -60℃÷125℃, 

	261
	Vi mạch 1533ТM2
	Vi mạch tích hợp kỹ thuật số của bóng bán dẫn logic với điốt Schottky dòng TTL; là hai flip-flops D, đồng bộ với các đầu vào bổ sung và cài đặt độc lập cho nhật ký trạng thái.0 (R1, R2) và log.1 (S1, S2), có hệ số cân bằng dòng điện truyền khi UCB=3V, IE=0,5mA là từ 30÷200, dòng điện ngược cực C khi UCB=6V là ≤ 0,05µA, điện áp UBE bão hòa khi IC=3mA, IB= 0,5mA là ≤ 0,8V, điện áp UCE bão hòa khi IC=3mA, IB= 0,5mA là ≤ 0,4V, điện áp truyền giữa cực B và cực E của cặp bóng bán dẫn vi sai khi ∑IE=0,5mA, UCB=3V là ≤ 3mV, nhiệt độ môi trường hoạt động là -60℃÷125℃, 

	262
	Vi mạch 1554AП3Т
	Chip 1554АП3Т là hai chip bốn chữ số với ba trạng thái đầu ra, với điều khiển trực tiếp và nghịch đảo. Loại thân tàu 4153.20-6. Chúng được thiết kế để làm việc trong các đơn vị và đơn vị thiết bị điện tử chuyên dụng. Chúng có sẵn trong vỏ gốm kim loại hình chữ nhật để gắn PCB. Việc đánh dấu chip và sơ đồ kết nối của các điện cực với dây dẫn được ghi trên vỏ máy. Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60 + 125 °C Điện áp cung cấp: 2.0-6.0 V 

	263
	Vi mạch 1554ИP41Т
	Chip 1554ИР41Т là một thanh ghi điều khiển cạnh tám bit với đầu vào / đầu ra dữ liệu song song, với ba trạng thái trên đầu ra nghịch đảo. Chúng được thiết kế để làm việc trong các đơn vị và đơn vị thiết bị điện tử chuyên dụng. Chúng có sẵn trong vỏ gốm kim loại hình chữ nhật để gắn PCB. Việc đánh dấu chip và sơ đồ kết nối của các điện cực với dây dẫn được ghi trên vỏ máy.

	264
	Vi mạch 1554ЛЛ1Т
	Chip 1554ЛЛ1Т bao gồm bốn cổng logic "2OR". Được thiết kế để sử dụng trong các thiết bị điện tử chuyên dụng. Nó có sẵn trong một vỏ thủy tinh với kim loại hình chữ nhật để gắn PCB. Việc đánh dấu được áp dụng bằng mã chữ số trên thân chip. Hạng  mục chất lượng: VP, OSM

	265
	Vi mạch 19V45
	Vi mạch tích hợp kỹ thuật số của bóng bán dẫn logic với điốt Schottky dòng TTL; là đại diện cho bốn phần tử logic, có hệ số cân bằng dòng điện truyền khi UCB=5V, IE=0,5mA là từ 30÷200, dòng điện ngược cực C khi UCB=65V là ≤ 0,08µA, điện áp UBE bão hòa khi IC=3mA, IB= 0,5mA là ≤ 0,9V, điện áp UCE bão hòa khi IC=3mA, IB= 0,5mA là ≤ 0,4V, điện áp truyền giữa cực B và cực E của cặp bóng bán dẫn vi sai khi ∑IE=0,5mA, UCB=3V là ≤ 5mV, nhiệt độ môi trường hoạt động là -60℃÷125℃, 

	266
	Vi mạch 1E5-1K1J
	Số lượng chân 14
số cặp điện trở 7
Giá trị điện trở 1kΩ
Điện áp max 25V
Dòng điện max 1A

	267
	Vi mạch 1E5-330RJ
	Số lượng chân 14
số cặp điện trở 7
Giá trị điện trở 330Ω
Điện áp max 25V
Dòng điện max 1A

	268
	Vi mạch 1E6-120KJ
	Số lượng chân 14
số cặp điện trở 7
Giá trị điện trở 120kΩ
Điện áp max 25V
Dòng điện max 1A

	269
	Vi mạch 1HT251
	Vi mạch tích hợp 4 transistor NPN, có hệ số truyền dòng tĩnh của bóng bán dẫn lưỡng cực khi Uce=5V, Ic=200mA là 30÷150, tần số cắt của hệ số truyền dòng điện khi Uce=10V, Ic=30mA là ≥ 200MHz, thời gian khôi phục khi Ic=150mA, Ib=15mA là ≤ 100ns, điện áp bão hòa giữa cực C và E khi Ic=400mA, Ib=80mA là ≤ 1V, điện áp bão hòa giữa cực E và B khi Ic=400mA, Ib=80mA là ≤ 1,5V, dòng điện ngược cực C khi Ucb=45V là ≤ 6µA, dòng điện ngược cực E khi Ucb=4V là ≤ 10µA, điện dung của cực C khi Ucb=10V là ≤15pF, điện dung của cực E khi Ueb=0 là ≤ 50pF, nhiệt độ môi trường hoạt động là -60℃÷125℃, 

	270
	Vi mạch 1KKТ3
	Vi mạch là 4 công tắc 2 chiều được thiết kế để là việc trong các đơn vị và khối thiết bị vô tuyến điện tử chuyên dụng gồm 52 phần tử tích phân, điện áp cung cấp 4,2÷13,5V, dòng tiêu thụ không quá 0,03mA, thời gian hoạt động tối thiểu 100000 giờ ở điều kiện kỹ thuật cho phép, 120000 giờ làm việc nhẹ. Hạn sử dụng tối thiểu 25 năm,  nhiệt độ môi trường hoạt động là -60℃÷125℃.

	271
	Vi mạch 1KИE10
	Mạch tích hợp 1КИЕ10: Điện áp đầu ra mức thấp lớn hơn 0,01 V; Điện áp đầu ra mức cao không nhỏ hơn 9,99 V;Dòng điện đầu vào mức thấp và cao lớn hơn 0,05 μA; Dòng điện đầu ra mức thấp không nhỏ hơn 0,9 mA, tại: Uo = 0.5 V;Dòng điện đầu ra mức thấp không nhỏ hơn 0,5 mA, tại: Uo = 9.5 V;

	272
	Vi mạch 1KЛH1
	Vi mạch tích hợp ma trận transistor, có hệ số cân bằng dòng điện truyền khi UCB=3V, IE=0,5mA là từ 30÷200, dòng điện ngược cực C khi UCB=6V là ≤ 0,05µA, điện áp UBE bão hòa khi IC=3mA, IB= 0,5mA là ≤ 0,8V, điện áp UCE bão hòa khi IC=3mA, IB= 0,5mA là ≤ 0,4V, điện áp truyền giữa cực B và cực E của cặp bóng bán dẫn vi sai khi ∑IE=0,5mA, UCB=3V là ≤ 3mV, nhiệt độ môi trường hoạt động là -60℃÷125℃, 

	273
	Vi mạch 2TC622A
	Vi mạch tích hợp cụm bán dẫn PNP, có hệ số truyền dòng tĩnh của bóng bán dẫn lưỡng cực khi Ucb=5V, Ic=200mA là 25÷150, giá trị tuyệt đối của hệ số truyền dòng điện khi Uce=10V, Ic=30mA, f=100MHz là ≥ 2÷5,8,  điện áp bão hòa giữa cực C và E khi Ic=400mA, Ib=80mA là ≤ 1,3V, điện áp bão hòa giữa cực B và E khi Ic=400mA, Ib=80mA là ≤ 2,2V, dòng điện ngược cực C khi Ucb=45V là ≤ 10µA, điện dung của cực C khi Ucb=10V là ≤15pF, điện dung của cực E khi Ube=0V là ≤ 27pF, nhiệt độ môi trường hoạt động là -60℃÷125℃

	274
	Vi mạch 2ДC627A
	Điện áp Uoб≤ 50V; 
Dòng điện Inp ≤ 200 mA; 
Tần số làm việc ≤100КHz; 
Nhiệt độ làm việc: (-60÷ 125)°C

	275
	Vi mạch 302HP3
	Vi mạch tích hợp kỹ thuật số của bóng bán dẫn logic với điốt Schottky dòng TTL; là đại diện cho bốn phần tử logic 2I, có hệ số cân bằng dòng điện truyền khi UCB=3V, IE=0,7mA là từ 30÷250, dòng điện ngược cực C khi UCB=6V là ≤ 0,08µA, điện áp UBE bão hòa khi IC=3mA, IB= 0,5mA là ≤ 0,9V, điện áp UCE bão hòa khi IC=3mA, IB= 0,5mA là ≤ 0,5V, điện áp truyền giữa cực B và cực E của cặp bóng bán dẫn vi sai khi ∑IE=0,5mA, UCB=3V là ≤ 5mV, nhiệt độ môi trường hoạt động là -60℃÷125℃, 

	276
	Vi mạch 30Д109A
	Điện áp Uoб≤ 50V; 
Dòng điện Inp ≤ 200mA; 
Tần số làm việc ≤100 KHz; 
Nhiệt độ làm việc: (-60÷ 125)°C

	277
	Vi mạch 3BC13DKG4
	Điện áp cung cấp: (-0,5 ÷ +7)V
Dòng điện đầu vào: - 50mA
Dòng điện đầu ra: 128mA
Nhiệt độ lưu trữ (-65 ÷ 150)°C
Nhiệt độ chì, cách vỏ 1mm trong 10 giây: 260°C
Nhiệt độ mối nối theo độ chênh lệch: + 100°C

	278
	Vi mạch 3K3J
	Điện trở chính xác có giá trị là 3,3kΩ,
Điện áp định mức là 220V,
Công suất định mức 1W,
Sai số cho phép là 5%,
Độ ẩm không khí tương đối ở nhiệt độ 35℃đến 98%,
Nhiệt độ môi trường làm việc là -60℃÷70℃,

	279
	Vi mạch 3K3K
	Điện trở chính xác có giá trị là 3,3kΩ,
Điện áp định mức là 220V,
Công suất định mức 1W,
Sai số cho phép là 10%,
Độ ẩm không khí tương đối ở nhiệt độ 35℃đến 98%,
Nhiệt độ môi trường làm việc là -60℃÷70℃,

	280
	Vi mạch 50434
	Điện áp cung cấp 3,3V; 
Dòng làm việc ≤ 20mA; 
CMR > 10000 V/μs
Nhiệt độ làm việc: (-55÷ 125)°C

	281
	Vi mạch 521CA1
	Vi mạch tích hợp bộ khuếch đại thuật toán, nguồn nuôi là ±15V±1,5V, điện áp lệch là ≤ 3mV, điện áp dư ≤ 1,5V, dòng điện trung bình đầu vào là ≤ 100nA, dòng điện sai lệch đầu vào là ≤ 10nA, hệ số khuếch đại điện áp là ≥ 150 000, độ trễ thời gian tắt là ≤ 300ns, nhiệt độ môi trường hoạt động là -60℃÷125℃,

	282
	Vi mạch 530AП2
	Vi mạch tích hợp kỹ thuật số là bộ tạo hình khuếch đại hai hướng, có hệ số cân bằng dòng điện truyền khi UCB=3V, IE=0,5mA là từ 30÷200, dòng điện ngược cực C khi UCB=6V là ≤ 0,05µA, điện áp UBE bão hòa khi IC=3mA, IB= 0,5mA là ≤ 0,8V, điện áp UCE bão hòa khi IC=3mA, IB= 0,5mA là ≤ 0,4V, điện áp truyền giữa cực B và cực E của cặp bóng bán dẫn vi sai khi ∑IE=0,5mA, UCB=3V là ≤ 3mV, nhiệt độ môi trường hoạt động là -60℃÷125℃, 

	283
	Vi mạch 533KП2
	Vi mạch tích hợp kỹ thuật số là bộ ghep kênh chọn lọc kỹ thuật số đôi 4-1, chứa 142 phần tử tích phân, có hệ số cân bằng dòng điện truyền khi UCB=3V, IE=0,5mA là từ 30÷200, dòng điện ngược cực C khi UCB=6V là ≤ 0,05µA, điện áp UBE bão hòa khi IC=3mA, IB= 0,5mA là ≤ 0,8V, điện áp UCE bão hòa khi IC=3mA, IB= 0,5mA là ≤ 0,4V, điện áp truyền giữa cực B và cực E của cặp bóng bán dẫn vi sai khi ∑IE=0,5mA, UCB=3V là ≤ 3mV, nhiệt độ môi trường hoạt động là -60℃÷125℃, 

	284
	Vi mạch 533KП7
	Vi mạch tích hợp kỹ thuật số là bộ ghép chọn lọc cho 8 kênh có gating, chưa 148 phần tử tích phân, có hệ số cân bằng dòng điện truyền khi UCB=3V, IE=0,5mA là từ 30÷200, dòng điện ngược cực C khi UCB=6V là ≤ 0,05µA, điện áp UBE bão hòa khi IC=3mA, IB= 0,5mA là ≤ 0,8V, điện áp UCE bão hòa khi IC=3mA, IB= 0,5mA là ≤ 0,4V, điện áp truyền giữa cực B và cực E của cặp bóng bán dẫn vi sai khi ∑IE=0,5mA, UCB=3V là ≤ 3mV, nhiệt độ môi trường hoạt động là -60℃÷125℃, 

	285
	Vi mạch 533TЛ2
	Điện áp cung cấp +(5±0,5)V; 
Dòng làm việc ≤ 21mA; 
Tín hiệu vào ra: (0 ÷ 5,5)V; 
Nhiệt độ làm việc: (-60÷ 125)°C

	286
	Vi mạch 533ИE5
	Vi mạch tích hợp kỹ thuật số là một bộ đếm nhị phân bốn chữ số, có hệ số cân bằng dòng điện truyền khi UCB=3V, IE=0,5mA là từ 30÷200, dòng điện ngược cực C khi UCB=6V là ≤ 0,05µA, điện áp UBE bão hòa khi IC=3mA, IB= 0,5mA là ≤ 0,8V, điện áp UCE bão hòa khi IC=3mA, IB= 0,5mA là ≤ 0,4V, điện áp truyền giữa cực B và cực E của cặp bóng bán dẫn vi sai khi ∑IE=0,5mA, UCB=3V là ≤ 3mV, nhiệt độ môi trường hoạt động là -60℃÷125℃, 

	287
	Vi mạch 533ИE7
	Điện áp cung cấp +(5±0,5)V; 
Dòng làm việc ≤ 35mA; 
Tín hiệu vào ra: (0 ÷ 5,5)V; 
Nhiệt độ làm việc: (-60÷ 125)°C

	288
	Vi mạch 533ИP8
	Điện áp cung cấp +(5±0,5)V; 
Dòng làm việc ≤ 2,8mA; 
Tín hiệu vào ra: (0,4 ÷ 5,5)V; 
Nhiệt độ làm việc: (-60÷ 125)°C

	289
	Vi mạch 533ИД4
	Vi mạch tích hợp kỹ thuật số là một bộ ghép kênh giải mã kép 2-4, có hệ số cân bằng dòng điện truyền khi UCB=3V, IE=0,5mA là từ 30÷200, dòng điện ngược cực C khi UCB=6V là ≤ 0,05µA, điện áp UBE bão hòa khi IC=3mA, IB= 0,5mA là ≤ 0,8V, điện áp UCE bão hòa khi IC=3mA, IB= 0,5mA là ≤ 0,4V, điện áp truyền giữa cực B và cực E của cặp bóng bán dẫn vi sai khi ∑IE=0,5mA, UCB=3V là ≤ 3mV, nhiệt độ môi trường hoạt động là -60℃÷125℃, 

	290
	Vi mạch 533ИЕ1
	Điện áp cung cấp +(5±0,5)V; 
Dòng làm việc ≤ 6mA; 
Tín hiệu vào ra: (0 ÷ 5,5)V; 
Nhiệt độ làm việc: (-60÷ 125)°C

	291
	Vi mạch 533ИЕ14
	Điện áp cung cấp +(5±0,5)V; 
Dòng làm việc ≤ 27mA; 
Tín hiệu vào ra: (0 ÷ 5,5)V; 
Nhiệt độ làm việc: (-60÷ 125)°C

	292
	Vi mạch 533ИЕ19
	Điện áp cung cấp +(5±0, 5)V; 
Dòng làm việc ≤ 6,8mA; 
Tín hiệu vào ra: (0 ÷ 5,5)V; 
Nhiệt độ làm việc: (-60÷ 125)°C

	293
	Vi mạch 533ИП5
	Vi mạch tích hợp kỹ thuật là một mạch kiểm tra chẵn lẻ 8bit, có hệ số cân bằng dòng điện truyền khi UCB=3V, IE=0,5mA là từ 30÷200, dòng điện ngược cực C khi UCB=6V là ≤ 0,05µA, điện áp UBE bão hòa khi IC=3mA, IB= 0,5mA là ≤ 0,8V, điện áp UCE bão hòa khi IC=3mA, IB= 0,5mA là ≤ 0,4V, điện áp truyền giữa cực B và cực E của cặp bóng bán dẫn vi sai khi ∑IE=0,5mA, UCB=3V là ≤ 3mV, nhiệt độ môi trường hoạt động là -60℃÷125℃, 

	294
	Vi mạch 533ЛA13
	Điện áp cung cấp +(5±0,5)V; 
Dòng làm việc ≤ 12mA; 
Tín hiệu vào ra: (0 ÷ 5,5)V; 
Nhiệt độ làm việc: (-60÷ 125)°C

	295
	Vi mạch 533ЛA3
	Vi mạch tích hợp kỹ thuật số đại diện cho bốn phần tử đệm logic 2I-NOT, có hệ số cân bằng dòng điện truyền khi UCB=3V, IE=0,5mA là từ 30÷200, dòng điện ngược cực C khi UCB=6V là ≤ 0,05µA, điện áp UBE bão hòa khi IC=3mA, IB= 0,5mA là ≤ 0,8V, điện áp UCE bão hòa khi IC=3mA, IB= 0,5mA là ≤ 0,4V, điện áp truyền giữa cực B và cực E của cặp bóng bán dẫn vi sai khi ∑IE=0,5mA, UCB=3V là ≤ 3mV, nhiệt độ môi trường hoạt động là -60℃÷125℃, 

	296
	Vi mạch 533ЛA9
	Vi mạch tích hợp kỹ thuật số của bóng bán dẫn logic với điốt Schottky dòng TTL; là bốn phần tử logic 2I-NOT với đầu ra bộ thu mở, có hệ số cân bằng dòng điện truyền khi UCB=3V, IE=0,5mA là từ 30÷200, dòng điện ngược cực C khi UCB=6V là ≤ 0,05µA, điện áp UBE bão hòa khi IC=3mA, IB= 0,5mA là ≤ 0,8V, điện áp UCE bão hòa khi IC=3mA, IB= 0,5mA là ≤ 0,4V, điện áp truyền giữa cực B và cực E của cặp bóng bán dẫn vi sai khi ∑IE=0,5mA, UCB=3V là ≤ 3mV, nhiệt độ môi trường hoạt động là -60℃÷125℃, 

	297
	Vi mạch 533ЛE1
	Vi mạch tích hợp kỹ thuật số của bóng bán dẫn logic với điốt Schottky dòng TTL; là bốn phần tử logic 2 NOT với đầu ra bộ thu mở, có hệ số cân bằng dòng điện truyền khi UCB=3V, IE=0,5mA là từ 30÷200, dòng điện ngược cực C khi UCB=6V là ≤ 0,05µA, điện áp UBE bão hòa khi IC=3mA, IB= 0,5mA là ≤ 0,8V, điện áp UCE bão hòa khi IC=3mA, IB= 0,5mA là ≤ 0,4V, điện áp truyền giữa cực B và cực E của cặp bóng bán dẫn vi sai khi ∑IE=0,5mA, UCB=3V là ≤ 3mV, nhiệt độ môi trường hoạt động là -60℃÷125℃, 


Loại IC: Thông tin liên lạc IC

số chân 68

Chất liệu GERMANIUM

Kiểu cài đặt: Plug-in

	Số mô hình: A80286-8

	299
	Vi mạch 533ЛH1
	Vi mạch tích hợp kỹ thuật đại diện cho 6 phần tử logic NOT, có hệ số cân bằng dòng điện truyền khi UCB=3V, IE=0,5mA là từ 30÷200, dòng điện ngược cực C khi UCB=6V là ≤ 0,05µA, điện áp UBE bão hòa khi IC=3mA, IB= 0,5mA là ≤ 0,8V, điện áp UCE bão hòa khi IC=3mA, IB= 0,5mA là ≤ 0,4V, điện áp truyền giữa cực B và cực E của cặp bóng bán dẫn vi sai khi ∑IE=0,5mA, UCB=3V là ≤ 3mV, nhiệt độ môi trường hoạt động là -60℃÷125℃, 

	300
	Vi mạch 533ЛИ1
	Vi mạch tích hợp kỹ thuật số đại diện cho bốn phần tử logic 2I, có hệ số cân bằng dòng điện truyền khi UCB=3V, IE=0,5mA là từ 30÷200, dòng điện ngược cực C khi UCB=6V là ≤ 0,05µA, điện áp UBE bão hòa khi IC=3mA, IB= 0,5mA là ≤ 0,8V, điện áp UCE bão hòa khi IC=3mA, IB= 0,5mA là ≤ 0,4V, điện áp truyền giữa cực B và cực E của cặp bóng bán dẫn vi sai khi ∑IE=0,5mA, UCB=3V là ≤ 3mV, nhiệt độ môi trường hoạt động là -60℃÷125℃, 

	301
	Vi mạch 533ЛЛ1
	Điện áp cung cấp +(5±0,5)V 
Dòng làm việc ≤ 18mA; 
Tín hiệu vào ra: (0 ÷ 5,5)V; 
Nhiệt độ làm việc: (-60÷ 125)°C

	302
	Vi mạch 533ЛН2Б
	Điện áp cung cấp +(5±0,5)V; 
Dòng làm việc ≤ 3,8 mA; 
Tín hiệu vào ra: (0 ÷ 5,5)V; 
Nhiệt độ làm việc: (-60÷ 125)°C

	303
	Vi mạch 533ТB6
	Vi mạch tích hợp kỹ thuật số bao gồm hai JK flip-flops có thiết lập lại, có hệ số cân bằng dòng điện truyền khi UCB=3V, IE=0,5mA là từ 30÷200, dòng điện ngược cực C khi UCB=6V là ≤ 0,05µA, điện áp UBE bão hòa khi IC=3mA, IB= 0,5mA là ≤ 0,8V, điện áp UCE bão hòa khi IC=3mA, IB= 0,5mA là ≤ 0,4V, điện áp truyền giữa cực B và cực E của cặp bóng bán dẫn vi sai khi ∑IE=0,5mA, UCB=3V là ≤ 3mV, nhiệt độ môi trường hoạt động là -60℃÷125℃, 

	304
	Vi mạch 533ТM2
	Vi mạch tích hợp kỹ thuật số bao gồm hai D-flip-flops, có hệ số cân bằng dòng điện truyền khi UCB=3V, IE=0,5mA là từ 30÷200, dòng điện ngược cực C khi UCB=6V là ≤ 0,05µA, điện áp UBE bão hòa khi IC=3mA, IB= 0,5mA là ≤ 0,8V, điện áp UCE bão hòa khi IC=3mA, IB= 0,5mA là ≤ 0,4V, điện áp truyền giữa cực B và cực E của cặp bóng bán dẫn vi sai khi ∑IE=0,5mA, UCB=3V là ≤ 3mV, nhiệt độ môi trường hoạt động là -60℃÷125℃, 

	305
	Vi mạch 533ТM9
	Vi mạch tích hợp kỹ thuật số của bóng bán dẫn logic với điốt Schottky dòng TTL; là sáu flip-flop D đồng bộ với đầu ra trực tiếp, có hệ số cân bằng dòng điện truyền khi UCB=3V, IE=0,5mA là từ 30÷200, dòng điện ngược cực C khi UCB=6V là ≤ 0,05µA, điện áp UBE bão hòa khi IC=3mA, IB= 0,5mA là ≤ 0,8V, điện áp UCE bão hòa khi IC=3mA, IB= 0,5mA là ≤ 0,4V, điện áp truyền giữa cực B và cực E của cặp bóng bán dẫn vi sai khi ∑IE=0,5mA, UCB=3V là ≤ 3mV, nhiệt độ môi trường hoạt động là -60℃÷125℃, 

	306
	Vi mạch 533ТЛ2
	Vi mạch tích hợp kỹ thuật số bao gồm sáu bộ biến tần kích hoạt Schmitt, có hệ số cân bằng dòng điện truyền khi UCB=3V, IE=0,5mA là từ 30÷200, dòng điện ngược cực C khi UCB=6V là ≤ 0,05µA, điện áp UBE bão hòa khi IC=3mA, IB= 0,5mA là ≤ 0,8V, điện áp UCE bão hòa khi IC=3mA, IB= 0,5mA là ≤ 0,4V, điện áp truyền giữa cực B và cực E của cặp bóng bán dẫn vi sai khi ∑IE=0,5mA, UCB=3V là ≤ 3mV, nhiệt độ môi trường hoạt động là -60℃÷125℃, 

	307
	Vi mạch 559ИП1
	Bộ thu phát Bus; 4 kênh; Tương thích TTL/DTL; Dòng ra cực đại 48mA Vỏ gốm (DIP-16); Chân mạ vàng; Chuẩn quân sự; -60°C đến +125°C

	308
	Vi mạch 564ИE14
	vi mạch tích hợp là một ma trận logic gồm hai cổng logic "I-NOT" với một cửa xả mở, có hệ số cân bằng dòng điện truyền khi UCB=3V, IE=0,5mA là từ 30÷500, dòng điện ngược cực C khi UCB=6V là ≤ 0,15µA, điện áp UBE bão hòa khi IC=3mA, IB= 0,5mA là ≤ 0,5V, điện áp UCE bão hòa khi IC=3mA, IB= 0,5mA là ≤ 0,5V, điện áp truyền giữa cực B và cực E của cặp bóng bán dẫn vi sai khi ∑IE=0,5mA, UCB=3V là ≤ 5mV, nhiệt độ môi trường hoạt động là -60℃÷125℃, 

	309
	Vi mạch 564ИP11
	Vi mạch tích hợp hai thanh ghi dịch chuyển 4 bit, phạm vi nguồn nuôi là 10V±1V, dòng điện tiêu thụ là ≤10µA, dòng điện vào mức logic 0 hoặc 1 là ≤ 0,03µA, dòng điện ra mức 0 là ≥ 0,2mA, dòng điện ra mức 1 là ≥ 0,2mA, điện áp ra mức 0 là  ≤ 0,01V, điện áp ra mức 1 là ≥ 9,99V, điện áp ra mức logic 0 với tác động nhiễu là ≤ 1,5V điện áp ra mức 1 có tác động nhiễu là ≥9,5V, điện dung đầu vào là ≤ 10pF, nhiệt độ môi trường hoạt động là -60℃÷125℃, 

	310
	Vi mạch 564ИP9
	Vi mạch tích hợp hai thanh ghi dịch chuyển 4 bit, phạm vi nguồn nuôi là 10V±1V, dòng điện tiêu thụ là ≤10µA, dòng điện vào mức logic 0 hoặc 1 là ≤ 0,05µA, dòng điện ra mức 0 là ≥ 0,25mA, dòng điện ra mức 1 là ≥ 0,2mA, điện áp ra mức 0 là  ≤ 0,01V, điện áp ra mức 1 là ≥ 9,99V, điện áp ra mức logic 0 với tác động nhiễu là ≤ 1V điện áp ra mức 1 có tác động nhiễu là ≥9V, điện dung đầu vào là ≤ 10pF, nhiệt độ môi trường hoạt động là -60℃÷125℃, 

	311
	Vi mạch 564ЛA7
	Vi mạch tích hợp 4 cổng logic NAND 2 đầu vào, Nguồn nuôi hoạt động là 10V±1V, dòng tiêu thụ trong trạng thái logic 0 và logic 1 là ≤0,1µA, dòng tiêu thụ trong chế độ động trên tần số f=100kHz và Ctải=50pF là ≤0,17A, dòng điện đầu vào mức logic 0 và logic 1 là ≤0,05µA, điện dung đầu vào là ≤11pF, điện áp đầu ra mức logic 0 với tác động của nhiễu khi Uvào mức 0=3V,Uvào mức 1=7V là ≤2,9V, điện áp đầu ra mức logic 1 với tác động của nhiễu khi Uvào mức 0=3V,Uvào mức 1=7V là ≥ 7,2V, độ trễ thời gian truyền khi mở với Ctải =50pF là ≤ 80ns, độ trễ thời gian truyền khi tắt với Ctải =50pF là ≤ 80ns, nhiệt độ môi trường hoạt động là -60℃÷125℃,

	312
	Vi mạch 564ЛA9
	Vi mạch tích hợp 3 cổng logic,  nguồn điện áp cung cấp gồm nguồn 1 = 10V±1V và nguồn 2 = 5V±0,1V, dòng tiêu thụ với nguồn 2 là ≤0,05µA, dòng tiêu thụ với nguồn 1 là ≤0,1µA, dòng điện vào logic 1 với nguồn 1 là ≤ 50mA, dòng điện vào logic 0 với nguồn 0 là ≥ -0,5mA, dòng điện ra logic 1 với nguồn 2 là ≥ -0,25mA, dòng điện ra logic 1 với nguồn 1 là ≥ -0,6mA, dòng điện ra logic 0 với nguồn 2 là ≥ 0,25mA, dòng điện ra logic 0 với nguồn 1 là ≥ 0,5mA, điện áp ra logic 0 với 2 nguồn là ≤ 0,01V, điện áp ra logic 1 với nguồn 1 là ≥ 9,99V, điện áp ra logic 1 với nguồn 2 là ≥ 4,99V, nhiệt độ môi trường hoạt động là -60℃÷125℃,    

	313
	Vi mạch 564ЛE5
	- Dải điện áp cung cấp: 4,2-13,5 V.; - Dòng tiêu thụ, không quá: 0,006 mA; - Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60 ° C ... + 125 ° C.

	314
	Vi mạch 564ЛH2
	Sáu phần tử logic NOT có đầu ra nhớ đệm. Dạng đóng gói 402.16-23 Điện áp cung cấp: 4,2-13,5V; Dòng tiêu thụ ≤ 0,6mA; Nhiệt độ hoạt động: -60 ... + 125 ° C.

	315
	Vi mạch 564ТM2
	Vi mạch 564ТМ2 là hai flip-flop D có điều khiển động. Được thiết kế để làm việc trong các đơn vị và khối thiết bị vô tuyến điện tử chuyên dụng. Có sẵn trong một vỏ bằng thủy tinh đến kim loại với các dây dẫn cứng để gắn PCB. Việc đánh dấu các vi mạch và sơ đồ kết nối của các điện cực với các dây dẫn được chỉ ra trên vỏ máy. Chứa 128 phần tử tích phân. Trọng lượng không quá 1 g. Nhiệt độ làm việc: -60 ... + 125 ° С. Dòng tiêu thụ: không quá 0,12 mA. Điện áp cung cấp: 4,2-13,5 V.

	316
	Vi mạch 564ТM9
	Vi mạch 564ТМ9 là hai flip-flop D có điều khiển động. Được thiết kế để làm việc trong các đơn vị và khối thiết bị vô tuyến điện tử chuyên dụng. Có sẵn trong một vỏ bằng thủy tinh đến kim loại với các dây dẫn cứng để gắn PCB. Việc đánh dấu các vi mạch và sơ đồ kết nối của các điện cực với các dây dẫn được chỉ ra trên vỏ máy. Chứa 128 phần tử tích phân. Trọng lượng không quá 1 g. Nhiệt độ làm việc: -60 ... + 135 ° С. Dòng tiêu thụ: không quá 0,14 mA. Điện áp cung cấp: 4,2-13,5 V.

	317
	Vi mạch 574УД2Б
	Vi mạch 574УД2Б được sản xuất bằng công nghệ kết hợp hiệu ứng trường lưỡng cực (BIFET). Vi mạch 574УД2Б là bộ khuếch đại thuật toán kép có độ chính xác trung bình và trở kháng đầu vào cao. Chúng được sử dụng để tạo ra các bộ lọc chủ động, bộ lặp, bộ tích phân, bộ khuếch đại cộng, mạch lấy mẫu, bộ khuếch đại đầu vào của các cảm biến đo các đại lượng vật lý khác nhau. Không có chức năng hiệu chỉnh tần số bên trong. Được thiết kế để hoạt động trong các thiết bị điện tử chuyên dụng. Có sẵn trong vỏ kim loại-thủy tinh tròn với các chân để gắn trên bảng mạch in. Mã ký hiệu được in trên vỏ vi mạch. Chứa 74 phần tử tích hợp. Vỏ loại 301.8-2, trọng lượng không quá 1,5 g.

	318
	Vi mạch 5962-89841062A
	Loại IC: Thông tin liên lạc IC
số chân 68
Chất liệu GERMANIUM
Kiểu cài đặt: Plug-in
Số mô hình: A80286-8

	319
	Vi mạch 5PCS IN-A216A1R
	Số chân cắm 8
Nguồn cung cấp 5 đến 18 V 
Đầu vào logic TTL
Độ chính xác 0,002%
Kiểu lắp xuyên lỗ
Kiểu đóng gói DIP-8

	320
	Vi mạch 63A-343
	Nguồn đầu vào:  5V
Tốc độ cao tại VCC 3V
Công suất thấp hơn 1μA
Dòng điện áp vận hành (1,65÷5,5) V

	321
	Vi mạch 73E28
	Loại chuyển mạch bóng bán dẫn
Điện áp hoạt động 5V
Công suất 0,5A
Số chân 8

	322
	Vi mạch 73E41
	Là vi mạch CMOS cổng silicon; 
Nguồn điện áp nuôi: 3,3V; 
Mức điện trở: 37,5 Ohm; 
Đầu vào logic có tính năng bảo vệ; 
Nhiệt độ làm việc: (-55 ÷ 125)°C 

	323
	Vi mạch 74FST3257
	Điện áp cung cấp: (-0,5 ÷ +7)V
Dòng điện đầu vào: - 50mA
Dòng điện đầu ra: 128mA
Nhiệt độ lưu trữ (-65 ÷ 150)°C
Nhiệt độ chì, cách vỏ 1mm trong 10 giây: 260°C
Nhiệt độ mối nối theo độ chênh lệch: + 100°C

	324
	Vi mạch 8596PST
	Là vi mạch CMOS cổng silicon; 
Nguồn điện áp nuôi: 3,3V; 
Mức điện trở: 37,5 Ohm; 
Đầu vào logic có tính năng bảo vệ; 
Nhiệt độ làm việc: (-55 ÷ 125)°C 

	325
	Vi mạch 93C46WP
	Điện áp cung cấp: (1,8÷5,5)V; Định dạng bộ nhớ: EEFROM; Tần số xung nhịp: 2MHz; Thời gian chu kỳ lặp: 5ms; Loại bộ nhớ: Non-Volatile; Giao diện bộ nhớ: SPI.

	326
	Vi mạch ADG511
	Vi mạch chứa 4 cổng có thể lựa chọn độc lập. Có tính năng thấp, được kiểm soát trên điện trở
Nguồn cấp: +3V, +5V
Tản điện cực thấp <0,5 μW
Rò gỉ thấp <100PA
Sức đề kháng thấp <50

	327
	Vi mạch ALVTH162244
	Điện áp tối đa đầu vào: 6 V
Điện áp tối thiểu đầu vào: 4 V
Điện áp tối đa đầu ra: 3,3 V
Điện áp tối thiểu đầu ra: 3,3 V
Iout (Tối đa): 6A, Iq (Typ)  11000 (uA)
Tần số chuyển mạch (Min): 280 (kHz)
Tần số chuyển mạch (Tối đa): 700  (kHz)
Phạm vi nhiệt độ hoạt động  (-40 ÷ 125)°C

	328
	Vi mạch AM29F080B-90EI
	Loại IC: Bộ nhớ
Dung lượng bộ nhớ  512k X 8 SRAM
Điện áp hoạt động 3,3V sai số 10%
Kiểu đóng gói SOJ  
Số chân 36

	329
	Vi mạch AS5C512K8ECJ-20
	Loại IC: Bộ nhớ
Dung lượng bộ nhớ  1 MB (128kx8-bit)
Điện áp hoạt động 5V sai số 10%
Kiểu đóng gói TSOP 
Số chân 32

	330
	Vi mạch BSA28
	Điện áp chuyển tiếp: 715 mV
Dòng chuyển tiếp hiện tại: 215mA
Điện áp ngược: 75V
Thiết bị được gắn trên bảng mạch in FR4(PCB)
Khi chuyển từ IF = 10 mA sang IR = 10 mA; RL = 100 Ω; đo ở IR = 1 mA.

	331
	Vi mạch CNY17-3
	Bộ cách ly Optoisolators - Transistor, Đầu ra quang điện
Số kênh 1
Điện áp cách ly 5000Vrms
Điện áp tối đa 70V
Dòng điện tối đa 150mA
Nhiệt độ hoạt động:  (-55 ÷100 )° C
Kiểu đóng gói 6-DIP

	332
	Vi mạch CSO
	Phạm vi kháng cự: Tổng 100Oм đến 1.5M Oм
TCR tuyệt đối: ± 50 to ± 25ppm/°C
Sức chịu đựng tuyệt đối: ± 1% to ± 0.05%
Đánh giá sức mạnh điện trở: 100mW
Hệ số điện áp: 0.1ppm/Volt
Điện áp làm việc: 100 V
Nhiệt độ hoạt động: (-55÷125)°C
Phạm vi nhiệt độ lưu trữ: (-55÷150)°C

	333
	Vi mạch D213-V2D4Y68
	Điện áp ngược đỉnh: 6V
Dòng xung đỉnh: 1A
Dòng chuyển tiếp liên tục mỗi kênh: 30mA
Sự thất thoát năng lượng: 50mW
Điện áp đánh thủng bộ thu phát: 7V
Điện áp đánh thủng bộ phát thu: 70V
Công suất tiêu tán trên mỗi kênh: 125mW
Môi trường xung quanh toàn bộ gói tiêu tán: 350mW
Nhiệt độ hoạt động: (-55÷100)°C
Nhiệt độ bảo quản: (-55÷150)°C

	334
	Vi mạch DS1721
	Điện áp đầu vào mức cao: min 0,7 VDD (V), max VDD+0,5 V
Điện áp đầu vào mức cao: min -0,5 V, max 0,3 VĐ (V)
Điện áp thấp logic đầu ra SDA: 0,4 V
TOUT điện áp logic đầu ra VOH: min 2,4 V
Dòng điện đầu vào mỗi chân I/O: min -10 mA, max +10 mA
Điện dung I/O: 10pF
Nhiệt độ hoạt động: (-55 ÷125)° C
Nhiệt độ bảo quản: (-55 ÷125)° C

	335
	Vi mạch E-102-10K
	Số cặp điện trở 4
Giá trị điện trở 10kΩ
Điện áp tối đa cho phép +50V
Dòng điện tối đa cho phép 100mA
Nhiệt độ làm việc (-55 ÷125)° C

	336
	Vi mạch E-103-10K
	Số cặp điện trở 4
Giá trị điện trở 10kΩ
Điện áp tối đa cho phép +50V
Dòng điện tối đa cho phép 100mA
Nhiệt độ làm việc (-55 ÷125)° C

	337
	Vi mạch E-180-125
	Số cặp điện trở 4
Giá trị điện trở 125kΩ
Điện áp tối đa cho phép +50V
Dòng điện tối đa cho phép 100mA
Nhiệt độ làm việc (-55 ÷125)° C

	338
	Vi mạch E-330-33
	Vi mạch ổn áp tuyến tính (Linear Voltage Regulator) có điện áp đầu ra cố định; mức điện áp ra là 3.3V; Dòng ra 1A - 1.5A; Độ ổn định cao; Độ nhiễu thấp; Vỏ TO-220/TO-252; -40°C đến +125°C

	339
	Vi mạch E-391-130
	Số cặp điện trở 4
Giá trị điện trở 330kΩ
Điện áp tối đa cho phép +50V
Dòng điện tối đa cho phép 100mA
Nhiệt độ làm việc (-55 ÷125)° C

	340
	Vi mạch HSSR7112
	Dòng điện đầu vào tăng cao nhất: 100mA
Dòng đầu vào lặp lại đỉnh: 40mA
Dòng đầu vào trung bình: 20mA
Điện áp đầu vào ngược VR: 5V
Dòng điện đầu ra trung bình: 1,6A
Phạm vi nhiệt độ lưu trữ:  (-65÷150 )°C
Nhiệt độ môi trường hoạt động: (-55÷125 )°C

	341
	Vi mạch IDT 7025-L15PFG
	Điện áp dầu cuối:  (-0,5 ÷7 )V
Nhiệt độ hoạt động:  (-55 ÷125 )℃
Nhiệt độ bảo quản: (-65 ÷150)℃
Đầu ra DC: 50mA
Cung cấp hiệu điện thế: (4,5÷5,5)V
Điện áp cao đầu vào: (2,2÷6)V
Điện áp thấp đầu vào: (-0,5÷0,8)V
VTERM không được vượt quá Vcc +0,5V

	342
	Vi mạch IDT-71256
	Điện áp cung cấp: (-0,5÷7 )V
Điện áp đầu cuối: -0,5V đến Vcc +0,5V
Dòng điện đầu ra: 50mA
Nhiệt độ môi trường hoạt động: (-55÷125 )°C
Nhiệt độ bảo quản: (-55÷125 )°C

	343
	Vi mạch K10-10KK
	Vi mạch tích hợp cụm điện trở chính xác có giá trị là 10kΩ,
Điện áp định mức là 220V,
Công suất định mức 1W,
Sai số cho phép là 10%,
Độ ẩm không khí tương đối ở nhiệt độ 35℃đến 98%,
Nhiệt độ môi trường làm việc là -60℃÷70℃,


Vi mạch tích hợp cụm điện trở chính xác có giá trị là 10kΩ,

Điện áp định mức là 220V,

Công suất định mức 1W,

Sai số cho phép là 5%,

Độ ẩm không khí tương đối ở nhiệt độ 35℃đến 98%,

	Nhiệt độ môi trường làm việc là -60℃÷70℃,

	345
	Vi mạch K1-K36J-1212
	Số lượng chân 16
số cặp điện trở 8
Giá trị điện trở 36kΩ
Điện áp max 30V
Dòng điện max 1A

	346
	Vi mạch LM1117
	Điện áp đầu vào: 20V
Trường hơpj đặc tính tản nhiệt và tản điện. 
Tản công suất:
Khả năng chịu nhiệt, mối nối với môi trường xung quanh: 160°C/W
Khả năng chịu nhiệt của tấm đệm kích thước tối thiểu, mối nối với vỏ máy: 15 °C/W
Phạm vi nhiệt độ mối nối Die tối đa:  (-55 ÷ 150)°C
Phạm vi nhiệt độ lưu trữ:  (-65 ÷ 150)°C
Phạm vi nhiệt độ môi trường hoạt động:  (0 ÷ 125)°C
Thiết bị sạc 200V (CDM), Loại IV, 2000V

	347
	Vi mạch logic 537PУ16
	Vi mạch logic dựa trên cấu trúc CMOS, là bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên tĩnh với lượng 64kbit, dòng điện tiêu thụ của vi mạch trong trạng thái logic 0 hoặc 1 là ≤ 2mA, dòng điện đầu vào mức logic 0 là ≤ 0,35mA, dòng điện đầu vào mức logic 1 là ≤ 0,02mA, dòng điện đầu vào của điện áp phản hồi là ≤ 0,2mA, điện áp đầu ra mức logic 0 là ≤ 0,3V, điện áp đầu ra mức logic 1 là ≥ 2,4V, dòng điện ngắn mạch từ -4÷-13mA, độ trễ thời gian đóng (ngắt) ở chân 1 và 8 hoặc 2 và 6 là ≤ 60ns, nhiệt độ môi trường hoạt động là -60℃÷125℃, vi mạch hoạt động ở độ ẩm đến 98% khi nhiệt độ môi trường khoảng 35℃,

	348
	Vi mạch logic 556PТ6A
	Vi mạch logic 556РТ6A là thiết bị bộ nhớ chỉ đọc với dung lượng 16.384 bit (2048x8) với đầu ra collector hở. Nó được thiết kế để hoạt động trong các đơn vị và khối của thiết bị điện tử chuyên dụng. Nó được sản xuất trong vỏ kim loại-gốm với các chân cứng để gắn trên bảng mạch in. Ký hiệu của vi mạch và sơ đồ kết nối các điện cực với các chân được chỉ ra trên vỏ. Chứa 35.000 phần tử tích hợp. Loại vỏ 405.24-2. Điện áp cung cấp: 5 ±10% V. Dòng điện tiêu thụ: không quá 185 mA. Nhiệt độ hoạt động: -60 đến 125 °C.

	349
	Vi mạch logic 556PТ7A
	Vi mạch logic 556РТ7A là thiết bị bộ nhớ chỉ đọc với dung lượng 16.384 bit (2048x8) và ba trạng thái đầu ra. Nó được thiết kế để hoạt động trong các đơn vị và khối của thiết bị điện tử chuyên dụng. Nó được sản xuất trong vỏ kim loại-gốm với các chân cứng để gắn trên bảng mạch in. Ký hiệu của vi mạch và sơ đồ kết nối các điện cực với các chân được chỉ ra trên vỏ. Chứa 35.000 phần tử tích hợp. Loại vỏ 405.24-2. Điện áp cung cấp: 5 ±10% V. Dòng điện tiêu thụ: không quá 185 mA. Nhiệt độ hoạt động: -60 đến 125 °C.

	350
	Vi mạch logic 558PP2A
	vi mạch logic tích hợp là đại diện cho một thiết bị nhớ chỉ đọc có dung lượng 16 kbit (2k x 8) với khả năng lập trình lại nhiều dòng điện, với các mạch điều khiển, với chức năng lưu trữ thông tin khi điện áp cung cấp được bật và tắt, dòng điện tiêu thụ của vi mạch trong trạng thái logic 0 hoặc 1 là ≤ 2mA, dòng điện đầu vào mức logic 0 là ≤ 0,35mA, dòng điện đầu vào mức logic 1 là ≤ 0,02mA, dòng điện đầu vào của điện áp phản hồi là ≤ 0,2mA, điện áp đầu ra mức logic 0 là ≤ 0,3V, điện áp đầu ra mức logic 1 là ≥ 2,4V, dòng điện ngắn mạch từ -4÷-13mA, độ trễ thời gian đóng (ngắt) ở chân 1 và 8 hoặc 2 và 6 là ≤ 60ns, nhiệt độ môi trường hoạt động là -60℃÷125℃, vi mạch hoạt động ở độ ẩm đến 98% khi nhiệt độ môi trường khoảng 35℃,

	351
	Vi mạch logic 588BA1
	vi mạch logic là một bộ thu phát để giao tiếp với một máy biến áp chính, dòng điện tiêu thụ của vi mạch trong trạng thái logic 0 hoặc 1 là ≤ 2mA, dòng điện đầu vào mức logic 0 là ≤ 0,35mA, dòng điện đầu vào mức logic 1 là ≤ 0,02mA, dòng điện đầu vào của điện áp phản hồi là ≤ 0,2mA, điện áp đầu ra mức logic 0 là ≤ 0,3V, điện áp đầu ra mức logic 1 là ≥ 2,4V, dòng điện ngắn mạch từ -4÷-13mA, độ trễ thời gian đóng (ngắt) ở chân 1 và 8 hoặc 2 và 6 là ≤ 60ns, nhiệt độ môi trường hoạt động là -60℃÷125℃, vi mạch hoạt động ở độ ẩm đến 98% khi nhiệt độ môi trường khoảng 35℃,

	352
	Vi mạch logic 588BC2A
	vi mạch logic tích hợp là một bộ nhân số học dựa trên công nghệ CMOS phẳng. Vi mạch được thiết kế để thực hiện phép nhân phần cứng của hai số nhị phân 16 bit, dòng điện tiêu thụ của vi mạch trong trạng thái logic 0 hoặc 1 là ≤ 2mA, dòng điện đầu vào mức logic 0 là ≤ 0,35mA, dòng điện đầu vào mức logic 1 là ≤ 0,02mA, dòng điện đầu vào của điện áp phản hồi là ≤ 0,2mA, điện áp đầu ra mức logic 0 là ≤ 0,3V, điện áp đầu ra mức logic 1 là ≥ 2,4V, dòng điện ngắn mạch từ -4÷-13mA, độ trễ thời gian đóng (ngắt) ở chân 1 và 8 hoặc 2 và 6 là ≤ 60ns, nhiệt độ môi trường hoạt động là -60℃÷125℃, vi mạch hoạt động ở độ ẩm đến 98% khi nhiệt độ môi trường khoảng 35℃,

	353
	Vi mạch logic 588BP2
	Vi mạch 588BP2 là một bộ nhân số học, được chế tạo bằng công nghệ CMOS phẳng. Vi mạch này được thiết kế để thực hiện phần cứng phép nhân hai số nhị phân 16 bit (toán hạng). Được sản xuất bằng công nghệ CMOS và sử dụng trong các thiết bị điện tử chuyên dụng. Được sản xuất trong vỏ hình chữ nhật bằng kim loại-gốm phẳng với các đầu nối hai mặt để gắn trên bề mặt của bảng mạch in. Ký hiệu của vi mạch và sơ đồ kết nối các điện cực với các đầu nối được chỉ ra trên vỏ. Loại vỏ 4118.24-1.

	354
	Vi mạch logic 588BГ1
	vi mạch logic tích hợp là bộ điều khiển chuyển đổi tương tự-kỹ thuật số dựa trên công nghệ CMOS phẳng; Vi mạch được thiết kế để xây dựng hệ thống vi xử lý, dòng điện tiêu thụ của vi mạch trong trạng thái logic 0 hoặc 1 là ≤ 2mA, dòng điện đầu vào mức logic 0 là ≤ 0,35mA, dòng điện đầu vào mức logic 1 là ≤ 0,02mA, dòng điện đầu vào của điện áp phản hồi là ≤ 0,2mA, điện áp đầu ra mức logic 0 là ≤ 0,3V, điện áp đầu ra mức logic 1 là ≥ 2,4V, dòng điện ngắn mạch từ -4÷-13mA, độ trễ thời gian đóng (ngắt) ở chân 1 và 8 hoặc 2 và 6 là ≤ 60ns, nhiệt độ môi trường hoạt động là -60℃÷125℃, vi mạch hoạt động ở độ ẩm đến 98% khi nhiệt độ môi trường khoảng 35℃,

	355
	Vi mạch logic 588BТ1
	Vi mạch 588ВТ1 là một bộ chọn địa chỉ được sản xuất bằng công nghệ CMOS phẳng. Vi mạch này được thiết kế để xây dựng các hệ thống vi xử lý. Được sản xuất bằng công nghệ CMOS, nó được sử dụng trong các thiết bị điện tử chuyên dụng. Nó được sản xuất trong một vỏ hình chữ nhật bằng kim loại-gốm phẳng với các đầu nối hai mặt để gắn trên bề mặt của bảng mạch in. Ký hiệu vi mạch và sơ đồ kết nối của các điện cực với các đầu nối được chỉ ra trên vỏ. Loại vỏ 429.42-5. Nhiệt độ môi trường hoạt động là -60℃÷125℃,

	356
	Vi mạch logic 590KH3
	Vi mạch logic số tích hợp bộ chuyển mạch bốn kênh tương tự có mạch điều khiển, có điện áp cung cấp nguồn 1 từ 13,5÷16,5V, nguồn 2 từ -16,5÷-13,5V, dòng điện tiêu thụ trong trạng thái logic 1 với nguồn 1 là ≤ 150µA, dòng điện tiêu thụ trong trạng thái logic 1 hoặc 0 với nguồn 2 là ≤ 4µA, dòng điện tiêu thụ trong trạng thái logic 0 với nguồn 1 là ≤45µA, dòng điện rò đầu vào và ra tương tự là ≤ 70nA, dòng điện vào logic 0 hoặc 1 là ≤0,2µA, trở kháng trong trạng thái mở là 75Oᴍ, nhiệt độ môi trường hoạt động là -60℃÷85℃,

	357
	Vi mạch logic 590KH6
	Vi mạch logic số tích hợp bộ chuyển mạch bốn kênh tương tự có mạch điều khiển, có điện áp cung cấp nguồn 1 từ 13,5÷16,5V, nguồn 2 từ -16,5÷-13,5V, dòng điện tiêu thụ trong trạng thái logic 1 với nguồn 1 là ≤ 200µA, dòng điện tiêu thụ trong trạng thái logic 1 hoặc 0 với nguồn 2 là ≤ 4µA, dòng điện tiêu thụ trong trạng thái logic 0 với nguồn 1 là ≤40µA, dòng điện rò đầu vào và ra tương tự là ≤ 70nA, dòng điện vào logic 0 hoặc 1 là ≤0,2µA, trở kháng trong trạng thái mở là 75Oᴍ, nhiệt độ môi trường hoạt động là -60℃÷85℃,

	358
	Vi mạch logic 590KH7
	Vi mạch logic số tích hợp bộ chuyển mạch bốn kênh tương tự có mạch điều khiển, có điện áp cung cấp nguồn 1 từ 13,5÷16,5V, nguồn 2 từ -16,5÷-13,5V, dòng điện tiêu thụ trong trạng thái logic 1 với nguồn 1 là ≤ 250µA, dòng điện tiêu thụ trong trạng thái logic 1 hoặc 0 với nguồn 2 là ≤ 5µA, dòng điện tiêu thụ trong trạng thái logic 0 với nguồn 1 là ≤50µA, dòng điện rò đầu vào và ra tương tự là ≤ 70nA, dòng điện vào logic 0 hoặc 1 là ≤0,2µA, trở kháng trong trạng thái mở là 75Oᴍ, nhiệt độ môi trường hoạt động là -60℃÷85℃,

	359
	Vi mạch logic 597CA3
	Vi mạch logic được sản xuất trong một gói kim loại gốm phẳng với sơ đồ chân hai mặt để gắn trên bề mặt bảng mạch in. Chứa 74 phần tử tích phân. Vỏ 597CA3A loại 402.16-6, trọng lượng không quá 1,5 g.

	360
	Vi mạch logic 597CA3A
	vi mạch logic số tích hợp là hai bộ so sánh điện áp chính xác công suất thấp, dòng điện tiêu thụ của vi mạch trong trạng thái logic 0 hoặc 1 là ≤ 2mA, dòng điện đầu vào mức logic 0 là ≤ 0,35mA, dòng điện đầu vào mức logic 1 là ≤ 0,02mA, dòng điện đầu vào của điện áp phản hồi là ≤ 0,2mA, điện áp đầu ra mức logic 0 là ≤ 0,3V, điện áp đầu ra mức logic 1 là ≥ 2,4V, dòng điện ngắn mạch từ -4÷-13mA, độ trễ thời gian đóng (ngắt) ở chân 1 và 8 hoặc 2 và 6 là ≤ 60ns, nhiệt độ môi trường hoạt động là -60℃÷125℃, vi mạch hoạt động ở độ ẩm đến 98% khi nhiệt độ môi trường khoảng 35℃,

	361
	Vi mạch logic M1006BИ1
	vi mạch tích hợp là một mạch định thời (bộ đếm thời gian) và được thiết kế để tạo ra các xung điện áp với thời gian từ vài micro giây đến hàng chục phút, phát hiện lỗi trong một chuỗi xung, cung cấp độ trễ thời gian chính xác và được sử dụng trong cảm biến thời gian ổn định, xung máy phát điện, bộ điều chế độ rộng xung, tần số và pha, bộ chuyển đổi điện áp và tín hiệu, mạch chính, thiết bị điều hành trong hệ thống điều khiển, giám sát và tự động hóa., dòng điện tiêu thụ của vi mạch trong trạng thái logic 0 hoặc 1 là ≤ 2mA, dòng điện đầu vào mức logic 0 là ≤ 0,35mA, dòng điện đầu vào mức logic 1 là ≤ 0,02mA, dòng điện đầu vào của điện áp phản hồi là ≤ 0,2mA, điện áp đầu ra mức logic 0 là ≤ 0,3V, điện áp đầu ra mức logic 1 là ≥ 2,4V, dòng điện ngắn mạch từ -4÷-13mA, độ trễ thời gian đóng (ngắt) ở chân 1 và 8 hoặc 2 và 6 là ≤ 60ns, nhiệt độ môi trường hoạt động là -60℃÷125℃, vi mạch hoạt động ở độ ẩm đến 98% khi nhiệt độ môi trường khoảng 35℃,

	362
	Vi mạch logic M1821B851A
	vi mạch logic tích hợp là một bộ vi xử lý tĩnh 8 bit và được thiết kế để xây dựng các máy tính vi mô được sử dụng trong các hệ thống truyền và xử lý thông tin và có sẵn khả năng đọc ghi hai chiều, 40 chân để gắn PCB xuyên lỗ, dòng điện tiêu thụ của vi mạch trong trạng thái logic 0 hoặc 1 là ≤ 1,5mA, dòng điện đầu vào mức logic 0 là ≤ 0,3mA, dòng điện đầu vào mức logic 1 là ≤ 0,02mA, dòng điện đầu vào của điện áp phản hồi là ≤ 0,2mA, điện áp đầu ra mức logic 0 là ≤ 0,25V, điện áp đầu ra mức logic 1 là ≥ 2,4V, dòng điện ngắn mạch từ -4÷-13mA, độ trễ thời gian đóng (ngắt) ở chân 1 và 8 hoặc 2 và 6 là ≤ 60ns, nhiệt độ môi trường hoạt động là -60℃÷125℃, vi mạch hoạt động ở độ ẩm đến 98% khi nhiệt độ môi trường khoảng 35℃,

	363
	Vi mạch logic M1821BM85A
	vi mạch logic tích hợp là một bộ vi xử lý tĩnh 8 bit và được thiết kế để xây dựng các máy tính vi mô được sử dụng trong các hệ thống truyền và xử lý thông tin và có sẵn khả năng đọc ghi hai chiều, 40 chân để gắn PCB xuyên lỗ, dòng điện tiêu thụ của vi mạch trong trạng thái logic 0 hoặc 1 là ≤ 2mA, dòng điện đầu vào mức logic 0 là ≤ 0,35mA, dòng điện đầu vào mức logic 1 là ≤ 0,02mA, dòng điện đầu vào của điện áp phản hồi là ≤ 0,2mA, điện áp đầu ra mức logic 0 là ≤ 0,3V, điện áp đầu ra mức logic 1 là ≥ 2,4V, dòng điện ngắn mạch từ -4÷-13mA, độ trễ thời gian đóng (ngắt) ở chân 1 và 8 hoặc 2 và 6 là ≤ 60ns, nhiệt độ môi trường hoạt động là -60℃÷125℃, vi mạch hoạt động ở độ ẩm đến 98% khi nhiệt độ môi trường khoảng 35℃,

	364
	Vi mạch logic M556PТ2
	Vi mạch logic M556РТ2 là một ma trận logic (16x8x48) với dung lượng 512 bit và ba trạng thái đầu ra. Nó được thiết kế để sử dụng trong các thiết bị điện tử vô tuyến chuyên dụng. Vi mạch được sản xuất trong vỏ gốm với các chân cứng để gắn trên bảng mạch in. Ký hiệu của vi mạch và sơ đồ kết nối các điện cực với các chân được ghi trên vỏ. Nhiệt độ môi trường hoạt động là -60℃÷125℃.

	365
	Vi mạch LP3965ET
	Khả năng cung cấp dòng điện liên tục lên đến 1.5A, phù hợp cho các bộ vi xử lý, FPGA, hoặc các mô-đun truyền thông công suất lớn; TO-220-5; Sai số ±1%; Có chân SD (Shutdown); -40°C đến +125°C

	366
	Vi mạch LTDSQE3
	số chân cắm 8
Kiểu đóng gói SOIC
Điện áp làm việc +5V
Công suất 0,5W

	367
	Vi mạch LVC08A
	Dải điện áp cung cấp Vcc: (-0,5÷6,5)V
Dải điện áp đầu vào: (-0,5÷6,5)V
Dải điện áp đầu ra: (-0,5÷ +0,5)V
Dòng kẹp đầu vào: -50mA
Dòng kẹp đầu ra: -50mA
Dòng điện đầu ra liên tục: 150mA
Dòng điện liên tục qua Vcc hoặc GND: ±100mA
Phạm vi nhiệt độ bảo quản: (-65 ÷ 150)°C

	368
	Vi mạch LVC32A
	Dải điện áp cung cấp Vcc: (-0,5÷6,5)V
Dải điện áp đầu vào: (-0,5÷6,5)V
Dải điện áp đầu ra: (-0,5÷ +0,5)V
Dòng kẹp đầu vào: -50mA
Dòng kẹp đầu ra: -50mA
Dòng điện đầu ra liên tục: ±50mA
Dòng điện liên tục qua Vcc hoặc GND: ±100mA
Phạm vi nhiệt độ bảo quản: (-65 ÷ 150)°C

	369
	Vi mạch LVTH2245
	Điện áp nguồn nuôi + 3,3V ± 0.3 V
Dòng điện áp vào bất kỳ đầu ra nào ở trạng thái thấp, Io: 158mA
Dòng kẹp đầu vào: 15mA
Dòng kẹp đầu ra: -50mA
Phạm vi nhiệt độ bảo quản: (-65÷150 )°C

	370
	Vi mạch LXH125
	Điện áp đầu vào: 5V
Điện áp đầu ra: 3,3 V
Hiệu suất Latch-Up vượt quá 500mA mỗi Jesd 17
Phạm vi nhiệt độ hoạt động: (-55÷125 )°C
LXH125 có các trình điều khiển dòng độc lập với đầu ra 3 trạng thái.

	371
	Vi mạch MACH211-75C-1JI
	 Mạch tích hợp (IC) Nhúng - PLD (Thiết bị logic có thể lập trình)
Số lượng Macrocell 64
Điện áp đầu vào +5V
Tốc độ xử lý 20 ns
Kiểu đóng gói 44-TQFP

	372
	Vi mạch Max 973-EPA0941
	Mạch tích hợp (IC) Tuyến tính - Bộ so sánh
Phần tử so sánh 2
Điện áp cung cấp 2,5V ÷ 11V, ± 1,25V ÷ 5,5V
Nhiệt độ làm việc 0 ° C ~ 70 ° C
Kiểu đóng gói 8-SOIC

	373
	Vi mạch MC33064P
	IC giám sát điện áp; Ngưỡng 4.59V (cho hệ 5V); Dòng chờ 390µA; 1.0V - 10V Vỏ TO-92 (3 chân); Ngõ ra Open Collector; Trễ 20mV; -40°C đến +85°C

	374
	Vi mạch MCD3424E
	Tỷ lệ chuyển đổi: 3,75 sps
Điện áp cung cấp tối đa 5,5 V
Điện áp cung cấp tối thiểu 2,7 V
Số lượng bộ chuyển đổi A / D 1
Số lượng đầu vào tương tự 4
Giao diện 2 dây, I2C, nối tiếp
Số lượng bit: 18
số kênh: 4
Nhiệt độ hoạt động: (-40÷125 )°C

	375
	Vi mạch MI-8445
	Điện áp VDD: (-0,3÷ +7 )V
Điện áp logic đầu vào : (-0,3 ÷ +5,5)V
ARINC đầu vào : (- 30 ÷ + 30)V
Nhiệt độ làm việc: -65°C ÷ +150 °C

	376
	Vi mạch NDS8434
	MOSFET kênh P; Điện trở nội cực thấp -20V; -7.8A; 20 mOm (@4.5V)Logic Level; High Power & Current; Vỏ SOIC-8; -55°C đến +150°C

	377
	Vi mạch PLESM55
	Điện áp tối đa: 20V
Dòng điện tối đa: 3mV
Out put: 50 ÷ 175 Mv
Nhiệt độ làm việc: -55°C ÷ +125 °C

	378
	Vi mạch PT75225
	Dải điện áp đầu vào: (-0,3÷ +6)V
Dải điện áp ở EN: (-0,3÷ 16,5)V
Điện áp đặt lại tối đa : 16,5 V
Dải điện áp đầu ra tại OUT,FB: 5,5 V
Hoạt động phạm vi nhiệt độ mối nối ảo, T: (-40÷ +125 )°C
Phạm vi nhiệt độ hoạt động: (-65÷ +150 )°C

	379
	Vi mạch SML-LT1086MK
	Điện áp cung cấp (chân 15,13): 30V; Đầu ra hiện tại DC: 0,5 A, xung 2A; Đầu vào tương tự (chân 1,2,7,8,9,11); (-0,3÷ 6)V; Dòng điện đầu ra xung nhịp (chân 4): -5mA; Lỗi đầu ra bộ khuếch đâị hiện tại (chân 3): 5mA; Công suất tiêu tán ở TA =60°C: 1W; Phạm vi nhiệt độ lưu trữ: (-65 ÷ 150)°C

	380
	Vi mạch TMS55160DGH
	Dải điện áp cung cấp Vcc: (-1÷7)V
Dải điện áp trên bất kỳ chân nào: (-1÷7)V
Ngắn mạch đầu ra hiện tại: 50mA
Điện áp đầu vào mức cao: min 2,4 V, max 6,5 V
Điện áp đầu vào mức thấp: min -1 V, max 0,8 V
Hoạt động dải nhiệt độ không khí tự do: (0÷70)°C
Phạm vi nhiệt độ bảo quản: (-55 ÷ 150)°C

	381
	Vi mạch TMРО1F
	Cảm biến nhiệt độ & Bộ điều khiển (Controller)Đầu ra điện áp tỉ lệ (5mV/K); Nguồn 4.5V - 13.2V. Tích hợp 2 bộ so sánh (Window Comparator); Độ chính xác cao; -40°C đến +85°C

	382
	Vi mạch TPS54616
	Điện áp tối đa đầu vào: 6 V
Điện áp tối thiểu đầu vào: 4 V
Điện áp tối đa đầu ra: 3,3 V
Điện áp tối thiểu đầu ra: 3,3 V
Iout (Tối đa): 6A, Iq (Typ)  11000 (uA)
Tần số chuyển mạch (Min): 280 (kHz)
Tần số chuyển mạch (Tối đa): 700  (kHz)
Phạm vi nhiệt độ hoạt động  (-40 ÷ 125)°C

	383
	Vi mạch UC1823J
	Điện áp cung cấp (chân 15,13): 30V
Đầu ra hiện tại DC: 0,5 A, xung 2A
Đầu vào tương tự (chân 1,2,7,8,9,11): (-0,3÷ 6)V
Dòng điện đầu ra xung nhịp (chân 4): -5mA
Lỗi đầu ra bộ khuếch đâị hiện tại (chân 3): 5mA
Công suất tiêu tán ở TA =60°C: 1W
Phạm vi nhiệt độ lưu trữ: (-65 ÷ 150)°C

	384
	Vi mạch Б18-17
	Điện dung: 0,1 мкФ; 
Điện áp tối đa: 25V; 
Sai số: +80 -20%; 
Công suất: 0,35W

	385
	Vi mạch Б19K-2-1,5кOм±5%
	Công suất tiêu tán: (0,3÷2)W; 
Sai số: 5%
Điện trở danh định: 1,5кOм; 
Nhiệt độ làm việc: (-60 ÷ 85)°C 

	386
	Vi mạch Б19K-2-10кOм±5%
	Công suất tiêu tán: (0,3÷2)W; 
Sai số: 5%
Điện trở danh định: 10кOм; 
Nhiệt độ làm việc: (-60 ÷ 85)°C 

	387
	Vi mạch Б19K-2-1K5J
	Vi mạch tích hợp cụm điện trở chính xác có giá trị là 1,5kΩ,
Điện áp định mức là 200V,
Công suất định mức 2W,
Sai số cho phép là 5%,
Độ ẩm không khí tương đối ở nhiệt độ 35℃đến 98%,
Nhiệt độ môi trường làm việc là -60℃÷70℃,

	388
	Vi mạch Б19K-2-24кOм±5%
	Công suất tiêu tán: (0,3÷2)W; 
Sai số: 5%
Điện trở danh định: 24кOм; 
Nhiệt độ làm việc: (-60 ÷ 85)°C 

	389
	Vi mạch Б19K-2-39кOм±5% 
	Nguồn cung cấp +5V
Mức 1 đầu vào từ +4,2V
Tần số hoạt động của chip : lên đến 250 kHz
Chống sét : mạch đầu vào 43 kΩ + điốt bảo vệ
Nhiệt độ làm việc: (-60 ÷ 85)°C 


Vi mạch tích hợp cụm điện trở chính xác có giá trị là 3,3kΩ,

Điện áp định mức là 200V,

Công suất định mức 2W,

Sai số cho phép là 5%,

Độ ẩm không khí tương đối ở nhiệt độ 35℃đến 98%,

	Nhiệt độ môi trường làm việc là -60℃÷70℃,

	391
	Vi mạch Б19K-2-4K7J
	Vi mạch tích hợp cụm điện trở chính xác có giá trị là 4,7kΩ,
Điện áp định mức là 200V,
Công suất định mức 2W,
Sai số cho phép là 5%,
Độ ẩm không khí tương đối ở nhiệt độ 35℃đến 98%,
Nhiệt độ môi trường làm việc là -60℃÷70℃,

	392
	Vi mạch Б19K-2-5K6J
	Vi mạch tích hợp cụm điện trở chính xác có giá trị là 5,6kΩ,
Điện áp định mức là 200V,
Công suất định mức 2W,
Sai số cho phép là 5%,
Độ ẩm không khí tương đối ở nhiệt độ 35℃đến 98%,
Nhiệt độ môi trường làm việc là -60℃÷70℃,

	393
	Vi mạch УД20A
	Chứa 82 phần tử tích phân. Loại vỏ 201.14-10. - Dải điện áp cung cấp: ± 5 ... ± 18 V; - Dòng tiêu thụ, không quá: 4 mA; - Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60 ° C ... + 125 ° C. - Thời hạn sử dụng tối thiểu: 25 năm.

	394
	Vi mạch УД20Б
	Chip УД20Б là op-amp có độ chính xác trung bình kép (hai kênh) với bộ cân bằng bên trong và bảo vệ ngắn mạch đầu vào. Chúng được sản xuất bằng công nghệ lưỡng cực và được thiết kế để hoạt động trong các thiết bị điện tử chuyên dụng. Chúng có sẵn trong một vỏ gốm kim loại hình chữ nhật với dây dẫn để gắn qua lỗ trên bảng mạch in. Việc đánh dấu được áp dụng bằng mã chữ số trên thân chip.Dải điện áp cung cấp: ±5...±18 V; - Mức tiêu thụ hiện tại, không quá 4 mA; - Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60 °C ... +125°C.

	395
	Vi mạch Ф003-1348
	Bộ truyền dữ liệu một kênh mã tuần tự hai cực ARINC-429, cải tiến từ 75АП003, chứa chip bán dẫn CMOS, tụ chặn nguồn và diode bảo vệ đầu ra, không cần điện trở tụ ngoài
Tần số làm việc danh định 12,5 kHz đến 100 kHz, tối đa 1 MHz, điện áp nguồn ±5V hoặc ±6V, thời gian lên xuống xung 1,1 microgiây, dạng tín hiệu đầu ra hình thang chuẩn, chân cắm tương thích 75АП003
Đầu ra có thể chuyển sang trạng thái ngắt 0V hoặc trở kháng cao Z cho phép nhiều truyền dùng chung đường truyền, tuân thủ ГОСТ 18977-79 РТМ 1495-75 ARINC-429, nhiệt độ -60 độ C đến +125 độ C
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	Vi mạch Ф004-1337
	Bộ nhận hai kênh mã tuần tự hai cực ARINC-429, phiên bản cải tiến Ф004А hoặc АП004, chip CMOS, điện trở và tụ tích hợp lọc nhiễu xung đột chế độ chung, không cần linh kiện ngoài Tần số làm việc 12,5 kHz đến 100 kHz tối đa 1 MHz, điện áp nguồn 5V ±10%, dòng tiêu thụ 3,2-3,6mA, điện áp chế độ chung tối đa 50V, có chế độ open-drain và Z-state, chân cắm tương thích АП004 Ф004А Tuân thủ ГОСТ 18977-79 РТМ 1495-75 ARINC-429, nhiệt độ -60 độ C đến +125 độ C, bảo vệ đầu vào tĩnh điện, ổn định cao chống nhiễu synpha, đầu ra logic TTL CMOS


1.3. Các yêu cầu khác

Không

Mục 2. Bản vẽ
Không có bản vẽ


Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Trước khi giao hàng, khi hàng đến vị trí lắp đặt. Kiểm tra bằng các phương tiện đo được kiểm định. Thử nghiệm trên các giá thử và khối mẫu, không tải và có tải theo yêu cầu thiết kế. Hàng hóa không đạt yêu cầu qua kiểm tra, thử nghiệm sẽ không được chấp nhận.
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